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Part 2-3:  Guidel ines  – Design  guide 

 
FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E l ectrotechn ical  Commissi on  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ izati on  for s tandard i zati on  compri s i ng  
a l l  nati onal  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC  National  Commi ttees) .  The  ob ject  of I EC  i s  to  promote  
i n ternati onal  co-operati on  on  a l l  q uesti ons  concern ing  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic  fi e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es ,  I EC  publ i shes  I n ternati onal  S tandards,  Techn ica l  Speci fi cati ons,  
Techn ica l  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu i des  (hereafter referred  to  as  “ I EC 
Publ i cati on (s)” ).  The i r preparati on  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  sub ject deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternati onal ,  g overnmen tal  and  non -
governmen ta l  organ izati ons  l i a i s i ng  wi th  the  I EC a l so  parti ci pate  i n  th i s  preparati on .  I EC  col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ izati on  for Standard izati on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i ti ons  determ ined  by 
ag reement between  the  two  organ izati ons.  

2 )  The  formal  deci s ions  or ag reemen ts  of I EC  on  techn ical  matters  express,  as  nearl y as  poss ib l e ,  an  i n ternati onal  
consensus  of op i n i on  on  the  re l evan t  subjects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  represen tati on  from  a l l  
i n terested  I EC  Nati onal  Commi ttees.   

3 )  I EC  Publ i cati ons  have  the  form  of recommendati ons  for i n ternati ona l  u se  and  are  accepted  by I EC  Nati onal  
Commi ttees  i n  that  sense.  Wh i l e  a l l  reasonabl e  efforts  are  made  to  ensu re  that  the  techn ica l  con ten t  of I EC  
Publ i cati ons  i s  accu rate,  I EC  cannot be  hel d  responsib l e  for the  way i n  wh i ch  they are  used  or for any 
m is in terpretati on  by any end  u ser.  

4 )  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC  Nati onal  Commi ttees  undertake  to  appl y I EC  Publ i cati ons  
transparen tl y to  the  maximum  exten t possi b l e  i n  thei r nati onal  and  reg ional  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC  Publ i cati on  and  the  correspond i ng  nati onal  or reg ional  pub l i cati on  shal l  be  cl earl y i nd i cated  i n  
the  l a tter.  

5)  I EC  i tse l f does  not  provi de  any attestati on  of con form i ty.  I ndependen t  certi fi cati on  bod ies  provi de  con form i ty 
assessmen t services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC  marks  of conform i ty.  I EC  i s  not  responsibl e  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependen t  certi fi cati on  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou l d  ensu re  that  they have  the  l atest ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  N o  l i abi l i ty shal l  a ttach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servan ts  or agen ts  i n cl ud i ng  i nd i vi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  commi ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property damage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cati on ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC  Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cati ons.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normati ve  references  ci ted  i n  th i s  publ i cati on .  U se  of the  referenced  publ i cati ons  i s  
i nd i spensabl e  for the  correct appl i cati on  of th i s  pub l i cati on .  

9)  Atten ti on  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that  some  of the  e l emen ts  of th i s  I EC  Publ i cati on  may be  the  subj ect of 
paten t ri gh ts .  I EC  shal l  not  be  he l d  responsibl e  for i den ti fyi ng  any or a l l  such  paten t  ri gh ts .  

The  main  task of I EC techn ical  commi ttees  i s  to  prepare  I n ternational  Standards.  I n  
exceptional  ci rcumstances,  a  techn ical  commi ttee  may propose  the  publ ication  of a  Techn ical  
Speci fication  when  

•  the  requ i red  support cannot be  obtained  for the  publ ication  of an  I n ternational  Standard ,  
despi te  repeated  efforts,  or 

•  the  subject i s  sti l l  under techn ical  development or where,  for any other reason ,  there  i s  the  
fu ture  bu t no  immed iate  possibi l i ty of an  agreement on  an  I n ternational  Standard .  

Techn ical  Speci fications  are  subject to  review wi th in  three  years  of publ ication  to  decide  
whether they can  be  transformed  i n to  I n ternational  Standards.   

I EC  TS  62878-2-3,  wh ich  i s  a  Techn ical  Speci fication ,  has  been  prepared  by I EC  techn ical  
commi ttee  91 :  E lectron ics  assembly technology.  
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The  text of th is  Techn ical  Speci fication  i s  based  on  the  fol lowing  documents:  

Enqu i ry d raft  Report  on  voti ng  

91 /1 1 43/DTS  91 /1 1 64A/RVC 

 
Fu l l  i n formation  on  the  voting  for the  approval  of th is  Techn ical  Speci fication  can  be  found  in  
the  report on  voting  i nd icated  i n  the  above  table.  

A l i st  of a l l  parts  i n  the  I EC  62878  series,  publ i shed  under the  general  ti tl e  Device embedded 
substrate ,  can  be  found  on  the  I EC  websi te.  

Th is  publ ication  has  been  d rafted  i n  accordance  wi th  the  I SO/IEC Di rectives,  Part 2 .  

The  commi ttee  has  decided  that the  con ten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  un ti l  
the  stabi l i ty date  ind icated  on  the  I EC  websi te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  
related  to  the  speci fic publ ication .  At th is  date,  the  publ ication  wi l l  be  

•   transformed  i n to  an  I n ternational  standard ,  

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn,  

•  replaced  by a  revised  ed i tion ,  or 

•  amended .  

 

IMPORTANT – The 'colour inside'  logo on  the  cover page of th is  publ ication  ind icates  
that i t  contains  colours  which  are  considered  to  be  usefu l  for the  correct 
understanding  of i ts  contents.  Users  should  therefore print th is  document using  a  
colour printer.  
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I NTRODUCTION  

Th is  part of I EC  62878  provides  gu idance  wi th  respect to  device  embedded  substrate,  
fabricated  by embedd ing  d iscrete  active  and  passive  e lectron ic devices  i n to  one  or mu l tip le  
i nner layers  of a  substrate  wi th  e lectric connections  by means  of vias,  conductor p lating ,  
conductive  paste,  and  prin ting .  Wi th in  the  IEC  62878  series,  

•  I EC  62878-1 -1  speci fies  the  test methods,  

•  I EC  TS  62878-2-1  g i ves  a  general  description  of the  technology,  

•  I EC  TS  62878-2-3,  provides  gu idance  on  design ,  and  

•  I EC  TS  62878-2-4  speci fies  the  test e lement g roups.  

The  device  embedded  substrate  may be  used  as  a  substrate  to  mount SMDs to  form  
electron ic ci rcu i ts,  as  conductor and  i nsu lator l ayers  may be  formed  after embedd ing  
e lectron ic devices.  

The  purpose  of the  I EC 62878  series  i s  to  ach ieve  a  common  understand ing  wi th  respect to  
structures,  test methods,  design  and  fabrication  processes  and  the  use  of the  device  
embedded  substrate  i n  i ndustry.  
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DEVICE EMBEDDED SUBSTRATE –  
 

Part 2-3:  Guidel ines  – Design  guide 
 
 
 

1  Scope 

Th is  part of I EC  62878  describes  the  design  gu ide  of device  embedded  substrates.   

The  design  gu ide  of device  embedded  substrate  i s  essen tia l l y the  same  as  that of various  
e lectron ic ci rcu i t  boards.  Th is  part of I EC  62878  enables  a  thorough  understand ing  of ci rcu i t  
design ,  structure  design ,  board  design ,  board  manufacturing ,  j i sso  (assembly processes)  and  
tests  of products.  

Th is  part of I EC  62878  i s  appl icable  to  device  embedded  substrates  fabricated  by use  of 
organ ic base  materia l ,  wh ich  i nclude  for example  active  or passive  devices,  d iscrete  
components  formed  i n  the  fabrication  process  of e lectron ic wi ring  board ,  and  sheet formed  
components.  

The  I EC  62878  series  nei ther appl ies  to  the  re-d istribu tion  l ayer (RDL)  nor to  the  electron ic 
modu les  defined  as  an  M-type  business  model  i n  I EC  62421 .  

2  Normative references  

The  fol lowing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normatively referenced  in  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .   For dated  references,  on ly the  ed i tion  ci ted  appl ies.   For 
undated  references,  the  latest ed i tion  of the  referenced  document ( includ ing  any 
amendments)  appl ies.  

I EC  601 94,  Printed board design,  manufacture and assembly – Terms and definitions  

3  Terms,  defin i tion  and  abbreviations  

3.1  Terms  and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  terms  and  defin i tions  g iven  i n  I EC  601 94  apply.  

3.2  Abbreviations  

AABUS  as  ag reed  between  user and  suppl i er 

BGA ba l l  g ri d  array 

I PD  i n tegrated  passi ve  devi ce  

LGA l and  g ri d  array 

LS I  l arge  scal e  i n teg rati on  

MEMS  m icro  e l ectro  mechan ica l  systems  

OSP  organ ic  sol derabi l i ty preservati ve  

SMD  su rface  mount  devi ce  

TAB  tape  au tomated  bond i ng  

WLP  wafer l evel  package  
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4 Structure  of device embedded  substrates  

4.1  General  

The  name  of each  part of a  device  embedded  substrate  i s  speci fied  in  C lause  4  to  assist 
techn ical  understand ing  of the  structure  and  to  avoid  m is in terpretation  by eng ineers  working  
i n  the  re levant i ndustry sectors.  

4.2  Specification  of the  top and  bottom  surfaces  of a  device  embedded  substrate  

The  defin i tion  of the  top  and  bottom  surfaces  of a  device  embedded  substrate  depends  on  the  
number of devices  mounted  on  the  surface  of the  substrate,  as  shown  i n  F igure  1 .  The  
su rface  on  wh ich  more  components  are  mounted  i s  the  top  su rface.  I f a  substrate  i s  mounted  
on  a  prin ted  wi ring  board  (hereafter referred  to  as  mother board),  the  surface  of the  substrate  
connecting  to  the  wi ring  board  i s  defined  as  the  bottom  surface  even  i f i t  con tains  more  
i npu t/ou tpu t terminals  (pads)  (see  F igure  2) .  I f the  design  of the  top  and  bottom  surfaces  has  
been  AABUS,  th is  agreement takes  priori ty,  even  i f i t  d i ffers  from  the  defin i tion  stated  in  th is  
part  of I EC  62878.  

 

Figure  1  – Defin i tion  of top  and  bottom  surfaces  of a  device  embedded  substrate  

IEC 
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Figure  2  – Defin i tion  of top  and  bottom  surfaces  for mounting  on  a  mother board   

4.3  Defin i tion  of layers  of a  device  embedded  substrate  

Names  and  symbols  of l ayers  in  a  device  embedded  board  are  i l l ustrated  i n  F igure  3 .  Each  
l ayer i s  numbered  as  L1 ,  L2  to  L6  ( in  case  of 6  l ayers)  from  the  top  surface.  The  number 
i nd icates  the  order of the  l ayer wi th  respect to  the  top  surface.  

 

Key 

A Embedded  componen t C  Top  su rface  

B  Base  D  Bottom  su rface  

Figure  3  – Names  of l ayers  in  pad  connection  

I n  the  case  of via  connection ,  the  posi tion  of connecting  terminals  of the  embedded  device  i s  
d i fferen t from  the  surround ing  l ayer number.  The  component symbol  and  connecting  
posi tion(s)  are  defined  as  i l l ustrated  i n  F igure  4  i n  order to  clari fy the  i n terconnecting  
posi tions  of the  embedded  device  and  of i ts  e lectrical  terminals  wi th  respect to  construction  
design ,  pattern  design ,  board  fabrication  and  j i sso  (assembly) .   

I t  i s  recommended  to  use  the  component symbols  and  names  as  shown  in  a  ci rcu i t  d iagram  to  
use  2  to  4  i nd ications.  The  posi tion  of i n terconnection  in  the  case  of d ie-bond ing  or mounting  
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of a  device  embedded  device  may be  expressed  using  another name  i n  add i tion  to  the  name 
of the  l ayer i n  wh ich  the  device  i s  embedded .   

The  surface  of a  device  i s  upward  facing .  Use  upward  (U )  when  connecting  terminals  are  in  
the  upward  facing  surface,  and  downward  (D)  when  the  terminals  are  i n  the  downward  facing  
surface.   

A th ree  d ig i t number i s  used  i f mu l tip le  components  are  embedded  and /or mu l tip le  connection  
terminals  are  i n  the  same  layer.  The  l eft s ide  number i nd icates  the  i n terconnecting  l ayer 
number and  the  righ t s i de  number i nd icates  the  layer posi tion  of the  embedded  component.  I f 
there  are  mu l tip le  l ayers  involved ,  numbers  1 ,  2  i nd icate  the  l ayers  from  the  top  for upward  
and  numbers  1 ,  2  i nd icate  the  l ayers  from  the  bottom  for downward .  The  second  number may 
be  omi tted  i f there  i s  on ly one  embedded  component i n  a  l ayer.  See  the  example  i n  F igure  4 .  

F igure  4  shows  add i tional  i n formation  on  the  in terconnection  posi tion .  The  active  device  i s  
mounted  on  the  L2  layer and  connected  to  the  fi rst l ayer wi th  upward  d i rection .  I n  th is  case  
the  name of the  i n terconnection  layer i s  expressed  as  L2-U1 1 .  The  last d ig i t  1  i nd icates  the  
number of the  embedded  component.  Passive  components  mounted  on  the  L5  l ayer are  
connected  to  L6  wi th  downward  d i rection .  I n  th is  case,  the  name  of the  i n terconnection  l ayer 
i s  expressed  as  L5-D61 .   

A vi rtual  l ayer i s  used  as  a  vi rtual  conductor l ayer and  as  the  connecting  poin ts.  The  terminal  
connection  design  of an  embedded  device  i s  carried  ou t by fi rst establ i sh ing  the  connection  
and  hole  mach in ing  data  A and  B ,  then  the  connection  and  hole  mach in ing  data  C  and  D  for 
L2  and  L5  ( in  the  case  of the  above  structure).  The  terminal  setting  may be  omi tted  i f a  via  
connection  and  the  posi tions  of embedded  device  terminals  and  the  conduction  l ayer are  the  
same.  

 

A Embedded  acti ve  device  G  Name  of the  l ayer between  L5  and  L6  

B  Connecti ng  term ina l  H  Connection  and  mach i n i ng  d ata  from  L1  to  a  
vi rtual  l ayer (L2-U 1 1 )  

C Embedded  pass ive  device  I  Connection  and  mach i n i ng  data  from  L6  to  a  
vi rtual  l ayer (L5-D61 )  

D  Base  J  Connection  and  mach i n i ng  d ata  from  L1  to  
L2  

E  Term inal  posi ti on  K Connection  and  mach i n i ng  d ata  from  L6  to  
L5  

F  Name  of the  l ayer between  L1  and  L2    

Figure  4  – Additional  information  concerning  the  in terconnection  position  

Figure  5  shows  the  i n terconnection  posi tion .  Active  device  (xxxx)  i s  mounted  on  the  L2  l ayer 
and  connected  to  the  fi rst l ayer wi th  upward  d i rection .  I n  th is  case,  the  name of the  
i n terconnection  posi tion  i s  expressed  as  xxxx-L2-U1 1 .  Passive  components  (yyyy)  mounted  
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on  the  L5  l ayer are  connected  to  L6  wi th  downward  d i rection .  I n  th is  case,  the  name  of the  
i n terconnection  posi tion  i s  expressed  as  yyyy-L5-D61 .  

 

 

A Embedded  acti ve  device  C  Base  

B  Embedded  pass ive  device    

Figure  5  – Names  of layers  in  via  connection  [I ]  

 

F i gure  6  shows  a  ch ip-stacked  case.  Active  device  2  (xxx2)  i s  mounted  on  the  L2  l ayer and  
active  device  1  (xxx1 )  i s  stacked  on  active  device  2 .  Both  are  connected  to  the  L1  l ayer wi th  
upward  d i rection .  I n  th is  case  the  name  of the  in terconnection  posi tion  of acti ve  device  2  i s  
expressed  as  xxx2-L2-U1 22.  The  name  of the  i n terconnection  posi tion  of active  device  1  i s  
expressed  as  xxx1 -L2-U1 21 .  The  second  d ig i t  from  the  right (2)  shows the  number of the  
embedded  device.  

 

A Embedded  acti ve  device  1  C  Embedded  pass ive  device  

B  Embedded  acti ve  device  2  D  Base  

Figure  6  – Names  of layers  in  via  connection  [I I ]  

 

F i gure  7  shows  the  i n terconnection  posi tion  of an  active  device  having  mu l ti l ayer connecting  
pads.  Active  device  (xxxx)  i s  mounted  and  connected  to  the  L5  layer and  pads  on  the  other 
s ide  are  connected  to  the  L1  l ayer wi th  upward  d i rection .  Therefore,  i n  th is  case,  the  name  of 
the  i n terconnection  posi tion  of the  active  device  i s  expressed  as  xxxx-L5-U1 1 .  
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A Embedded  active  device  

B  Base   

C  Conductor l ayer i n  embedd ing  l ayer 

Figure  7  – Names  of l ayers  in  via  connection  [I I I ]  

 

The  con tent of F igure  4  toFigure  7  i s  summarized  i n  Table  1 .  

Table  1  – Name of layers  of device embedded  board  

Example  

Embedded  device  Embedd ing  and  connection  of embedded  device  

Device   
Component  

number 
 Layer  

Terminal  
d i rection  

Layer 

No.  of 
components  

No.  Layer 

Figu re  4  
Acti ve  -  A1 2  -  L2  -  U  1  1  Om i t  

Passive  -  1  -  L5  -  D  6  1  Om i t  

F igu re  5  
Acti ve  -  A1 3  -  L2  -  U  1  1  Om i t  

Passive  -  2  -  L5  -  D  6  1  Om i t  

F igu re  6  

Acti ve  -  A1 3  -  L2  -  U  1  2  1  

I PD  -  4  -  L2  -  U  1  2  2  

Capaci t
or 

-  1  -  L5  -  D  6  1  Om i t  

F igu re  7  
I PD,  
etc.  

-  1 2  -  L2  -  U  1  1  Om i t  

-  B1  -  L6  -  D  6  1  Om i t  

I n formation  on  embedded  componen ts  i s  necessary i n  embedded  board  desi gn .  

For example ,  i n  F i gu re  4  the  i n terconnection  posi ti on  of acti ve  device  A1 2  i s  expressed  as  A1 2-L2-U1 1 .  

 

4.4 Conductor spacing  at  a  terminal  

Subclause  4 . 4  defines  the  i nsu lation  l ayer th ickness,  the  conductor spacing  and  the  d istance  
between  e lectrode  and  conductor spacing  at  a  terminal .  Conductor spacing  i s  hereafter 
referred  to  as  e lectrode.  

The  i nsu lation  layer th ickness  and  the  d istance  between  each  conductive  l ayer are  defined  
wi th  respect to  the  posi tion  of each  layer,  as  fo l lows:  

a)  The  insu lation  layer th ickness  i s  defined  as  the  l ayer separating  the  conductors.  The  
th ickness  i s  not the  th ickness  of each  l ayer to  be  l aminated  bu t the  th ickness  of the  actual  
i nsu lation  l ayer of the  substrate.  

b)  The  conductor spacing  i s  defined  as  the  d istance  between  conductors  formed  on  one  l ayer.  

c)  The  spacing  between  the  electrode  and  conductor i s  the  th ickness  of the  insu lator 
between  the  terminals  of the  embedd ing  device  and  the  conductor l ayer to  be  connected .  
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d )  The  fol lowing  terms  are  used  to  i nd icate  each  d istance:  

1 )  i nsu lation  l ayer th ickness     DG1  (d ie lectric gap);  

2 )  spacing  between  conductor layers    LG1  ( layer gap);  

3)  spacing  between  terminal  and  conductor EG1 1  (device  embedd ing  gap).  

The  number used  in  the  i nd ication  i s  the  number of l ayers.  The  l eft number i n  3)  designates  
the  conductor l ayer and  the  number on  the  righ t shows  the  step  (fi rst,  second ,  etc. )  of mu l ti -
device  embedd ing  i n to  the  substrate.  See  4 . 3  for the  defin i tion  of steps  ( layers).   

F igure  8  and  F igure  9  show defin i tion  of l ayers  of a  device  embedded  substrate  for pad  and  
via  connections.  Add i tional  remarks  are  added  to  F igure  1 0  and  F igure  1 1  for d ie lectric gap,  
l ayer gap  and  device  embedd ing  gap.  

 

Figure  8  – Defin i tions  of d ielectric gap  and  layer gap  in  the  pad  connection  method  

 

 

Figure  9  – Defin i tions  of d ielectric  gap  and  layer gap  in  the  via  connection  method  
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F igure  1 0  i nd icates  structure  of i nsu lation  l ayer prior to  the  l amination .  The  active  device  i s  
embedded  in  the  insu lation  layer DG1 .  DG51  i nd icates  the  m in imum  th ickness  of the  
i nsu lation  l ayer i n  DG5.  

 

Figure  1 0  – Additional  i l lustration  of d ielectric gap 

Figure  1 1  shows conductor gap  and  e lectrode/connector gap.  EG1 1  i nd icates  the  insu lation  
gap  between  non-attached  pads  of the  embedded  active  device  to  the  conductor of the  ou ter-
layer.  EG41  i nd icates  the  i nsu lation  gap  between  L4  and  L5.  

 

Figure  1 1  – Additional  i l lustration  of layer gap 

IEC 
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5 Condi tions  to  prepare  base and  embedding  devices  

5.1  Condi tions  for base  

Base board  and  assembly cond i tions  are  g iven  i n  Table  2 .  

Table  2  – Recommendation  for device  assembly to  base   
substrate  for device  embedded  boards  

I tem  Cond i tion  Remarks  

Base  Base  materia l  Organ ic:  FR-4 ,  FR-5,  BT  res i n ,  po l yim i de,  PPE,  
PTFE  

Copper foi l  carri er,  
metal  heat  fi n  for 
heat  rad i ati on ,  fi lm  
type  carri er,  
s i l i con  i n terposer 

Board  s tructu re  S i ng l e  s i ded ,  doubl e  s i ded ,  mu l ti l ayer,  bu i l d -up  
mu l ti l ayer,  s i ng l e-s i ded  fl exi b le ,  d oubl e-si ded  
fl exib l e ,  mu l ti l ayer fl exi b l e ,  e l ectron ic  ci rcu i t  
substrate  

Number of l ayers  1  l ayer,  2  l ayers,  … ,  arbi trary n umber of l ayers  

Copper foi l  5  µm,  9  µm,  1 2  µm,  1 8  µm,  35  µm,  70  µm 

I nsu l ator >  1 0  µm 

Maximum  s i ze  61 0  mm  ×  51 0  mm  Vari ab le  based  on  
the  capabi l i ty of 
d i e  bonder and /or 
ch i p  moun ter 

M i n imum  s i ze  340  mm  ×  250  mm  

Embedded  l ayer I nsu l ati on  materi a l  Prepreg  such  as  FR-4 ,  FR-5,  BT  res i n ,  
po l yim ide ,  PPE,  PTFE  (B  s tage  type)  

Resi n  such  as  FR-4 ,  FR-5,  BT res i n ,  pol yim i de,  
e tc.  

Seal i ng  res i n  u sed  for semiconductor packages  

Others  

A cu t-off may be  
requ i red  for a  th i ck 
embedd i ng  d evi ce  

Number of l ayers  1  l ayer,  2  l ayers,  … ,  arbi trary n umber of l ayers   

Copper foi l  5  µm,  9  µm,  1 2  µm,  1 8  µm,  35  µm,  70  µm  

Board  s i ze  Depends  on  the  base  s i ze   

Cond i tion  D i e  bonder Maximum:  330  mm  ×  250  mm  ×  2 , 5  mm  

M in imum:  50  mm  ×  50  mm  ×  0 , 5  mm  

A carri er may be  
necessary i f the  
th i ckness  i s  l ess  
than  0 , 3  mm  Moun ter Maximum:  51 0  mm  ×  460  mm  ×  4 , 0  mm  

M in imum :  50  mm  ×  50  mm  ×  0 , 3  mm  

F i ducia l  mark F i ducia l  mark sha l l  be  i n  accordance  wi th  
customers '  process  capabi l i ti es  

 

Posi ti on  accu racy To  be  ag reed  by customer based  materi a l s  and  
process  capabi l i t i es  

 

Cond i tion  for 
sheet  componen ts  

D i e  bonder Maximum:  25  mm  ×  25  mm  ×  0 , 5  mm  

M in imum:  0 , 25  mm  ×  0 , 25  mm  ×  0 , 1  mm  

 

Moun ter Maximum:  24  mm  ×  24  mm  ×  6 , 5  mm  

M in imum :  0 , 4  mm  ×  0 , 2  mm  ×  0 , 1 2  mm  

 

Thermal  res i stance  Wi thstand  for 1 20  m i n  at  1 80  °C   

Resi stance  to  
pressu re  

3  MPa  to  4  MPa   

Resi stance  to  
chemical  so l ven t  

To  be  ag reed  by customer based  materia l s  and  
process  capabi l i t i es  

 

The  above  assembly recommendati ons  are  for reference  pu rposes  for the  commi ttee  d rafti ng  the  standard  for 
d evi ce  embedd ing  substrate.  Actua l  recommendati ons  shal l  be  AABUS.  
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5.2  Condi tions  for embedding  devices  

Work panel  s ize,  panel  th ickness  and  embedd ing  cond i tion  are  shown  i n  Table  3  when  
au tomatic device  embedd ing  equ ipment i s  used .  

Table  3  – Embedding  recommendation  

Assembly Device  Connection  Di rection  
(to  

embedded  
terminals)  

Panel  s i ze  
mm  

Th ickness  
mm  

F i ducial  

mark a  

Max.  M i n .  Max.  M i n .  

P
a
d
 b

o
n
d
in
g
 

D i e  
bond ing  

Bare  d i e  
WB  

Up  
267×90  90×1 5  0 , 9  0 , 1  ―  

TAB  ―  ―  ―  ―  ―  

Moun ti ng  Bare  d i e  FC  

US  

Down  

330×250  50×50  2 , 5  0 , 5  *1  

C4  *4  
330×250  

51 0×460  

50×50  

50×50  

2 , 5  

4 , 0  

0 , 5  

0 , 3  

*1  

*2  

GBS  

330×250  50×50  2 , 5  0 , 5  *1  

ESC,  
ESC5  

ACF(P)  

NCF(P)  

Others  ―  ―  ―  ―  ―  

Moun ti ng  

WLP  

Refl ow  

Resi n  
bond ing  

Down  

51 0×460  50×50  4 , 0  0 , 3  *2  

Rectangu l ar 
ch i p  

Rod  ―  

Modu l e  

MEMS  
Refl ow Down  

V
ia
 b

o
n
d
in
g
 

D i e  
bond ing  

Bare  d i e  

Copper 
p l a ti ng  

Conducti ve  
paste  

Up  

31 0×21 5  50×30  3 , 0  0 , 1  *3  
WLP  

Moun ti ng  Rectangu l ar 
ch i p  

51 0×460  50×50  4 , 0  0 , 3  *2  
Modu l e  
MEMS  

The  above  assembly recommendati ons  are  for reference  pu rposes  for the  commi ttee  d rafti ng  the  s tandard  for 
devi ce  embedded  substrate.  Actual  recommendati ons  shal l  be  AABUS.  

NOTE  *4  (C4):  on  upper l ayer for term ina l  p i tch  ≧  0 , 3  mm,  on  l ower l ayer for term inal  p i tch  >  0 . 3  mm .  

a  S i ze  and  shape  of fi duci a l  mark:  

S i ze  — *1 :  0 , 25  mm  to  0 , 8  mm;  *2 :  0 , 5  mm  to  1 . 6  mm;  *3 :  0 , 2  mm  to  1 , 6  mm  

Shape  — ci rcl e,  cross,  square  
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Table  4  shows  the  embedd ing  methods  of semiconductor devices  and  e lectron ic devices.  

Table  4  – Mounting  methods  of semiconductor devices  

Method  Schematic  d iagram  Abbrevi -
ation  

Name  Explanation  

Metal  
bond ing  

 

US  U l tra  son ic  
bond ing  

U l trason ic  energy i s  appl i ed  
between  sem iconductor 
term ina l  (bump)  and  board  
e l ectrode  to  meta l  bond  and  
then  underfi l l  thermosetti ng  
resi n  for mechan ica l  
re i n forcemen t.  Gol d  i s  often  
u sed  for the  bumps  and  
connecti ng  pads  of the  
board .  

 

C4  Con trol l ed  
col l apse  ch ip  
connecti on  

Refl ow so l der bumps  LS I  
wi th  h i gh  temperatu re  sol der 
and  underfi l l  res i n  after 
cl ean i ng  the  j o i n ts .  Sol der 
pre-coat,  go l d  p l ati ng ,  OSP  
are  u sed .  

 

GBS  Gold  bump  
sol deri ng  

LS I  wi th  Au  bumps  are  
pressed  to  board  wi th  sol der 
pre-coated  pads  and  heated  
to  bond  the  j uncti ons,  then  
underfi l l  to  mechan ica l  
re i n forcemen t cu ri ng  

 

ESC5  Epoxy 
encapsu l ated  
so l der 
connecti on  5 th  

Use  sol der powder m ixed  
thermosetti ng  adhesive  and  
press  and  heat  to  bond  the  
devi ce  to  board .  Gol d  p l ati ng  
or OSP  are  used  for the  pads  
of board .  

 

ESC  Epoxy 
encapsu l ated  
so l der 
connecti on  

Thermosetti ng  res i n  i s  used  
between  LS I  bumps  and  
sol der pre-coated  board  
pads.  Press  and  heat to  
establ i sh  e l ectri ca l  
i n terconnection .  

Compression  
bond ing  

 

NCF  (P)  Non  conducti ve  
fi lm  (paste)  

Thermosetti ng  res i n  i s  used  
between  LS I  Au  bumps  and  
board  pads.  Press  and  heat  
to  establ i sh  e l ectri cal  
i n terconnection .  Gol d  p l ati ng  
i s  usual l y u sed  for pads  on  
board .  

 

ACF  (P)  An i sotropic  
conducti ve  fi lm  
(paste)  

Thermosetti ng  res i n  m i xed  
wi th  conducti ve  powder i s  
app l i ed  to  the  connecti ng  
e l ectrodes  and  then  pressed  
and  heated  to  obtai n  
e l ectri ca l  connecti on .  Au  
p l ati ng  i s  u sua l l y u sed  for 
pads  on  board .  

Refl ow 

 

— Sol deri ng  Bond i ng  by refl ow sol deri ng .  
I t  i s  necessary to  wash  ou t  
a l l  fl ux used  i n  refl ow 
sol deri ng .  

 
  

Ultrasound connection Underfi l lUltrasound connection Underfi l l

Solder bump,  reflow soldering

Au bump,  reflow solderingAu bump,  reflow soldering

Resin  with  solder powderResin  with  solder powder

Au bump,  solder pre-coatAu bump,  solder pre-coat

Au bump pressed connectionAu bump pressed connection

Resin  with  conductive 

metal  powder

Resin  with  conductive 

metal  powder

Solder paste reflowSolder paste reflow
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Method  Schematic  d iagram  In i ti al  Name  Explanation  

Resin  

 

— Sol der-resi n  
bond ing  

Use  sol der powder m i xed  
adhesive  and  refl ow to  bond  
the  devi ce  to  board .  

 

— Conducti ve  
adhesive  bond ing  

Use  conducti ve  thermosetti ng  
adhesive  and  cu re  the  res i n  
after moun ti ng  a  d evice  on  a  
board  to  a tta i n  e l ectri ca l  
conducti on  

 

6 Recommendation  for embedding  devices  

Cond i tions  for embedd ing  device  are  g iven  in  Table  5  and  shal l  be  AABUS in  actual  
appl ication .  

Table  5  – Embedding  device 

Assembly Device  Connection  
Terminal  

d i rection  (to  
mounting  

face)  

Component  s i ze  

(l×w×h )  
mm  

max.   m i n .  

P
a
d
 b

o
n
d
in
g
 

D i e  
bond ing  

Bare  d i e  
WB  Up  25×25×0, 5  0 , 25×0, 25×0 , 1  

TAB  Up    

Moun ti ng  Bare  d i e  FC  

US  Down  1 0× 1 0×0, 5  3 , 0×3, 0×0 , 1  

C4  *4  Down  

20×20×0, 5  1 , 0×1 , 0×0, 1  

GBS  Down  

ESC,  ESC5  Down  

ACF(P)  Down  

NCF(P)  Down  

Others  Down    

Moun ti ng  

WLP  
Refl ow 
Resi n  bond i ng  

Down  24×24×6, 5  0 , 4×0, 2×0, 1 2  

Rectangu l ar Refl ow 
Resi n  bond i ng  

Down  62×45  0 , 4×0, 2  

Rod  Refl ow 
Resi n  bond i ng  

―  62×45  1 6×08  

Modu l e  
MEMS  

Refl ow Down  24×24×6, 5  0 , 4×0 , 2×0 , 1 2  

V
ia
 b

o
n
d
in
g
 

D i e  
bond ing  

Bare  d i e  
Copper p l ati ng  
Conducti ve  paste  

Up  25×25×0, 5  0 , 25×0, 25×0 , 1  

WLP  
Copper p l ati ng  
Conducti ve  paste  

Up  25×25×0, 5  0 , 25×0 , 25×0, 1  

Moun ti ng  Rectangu l ar 
Copper p l ati ng  
Conducti ve  paste  

Up  62×45  0 , 4×0, 2  

The  above  assembly recommendati ons  are  for reference  purposes  for the  commi ttee  d rafti ng  the  standard  for 
devi ce  embedded  substrate.   Actua l  recommendati ons  shal l  be  AABUS.  

 

Resin  with  solder powderResin  with  solder powder

Resin  with  

conductive powder

Resin  with  

conductive powder
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7  Design  specification  of device  embedded  substrate  

7.1  General  

I n  general ,  the  term  “design ”  has  broad  mean ings.  I n  order to  avoid  m isunderstand ing  and  
confusion ,  i t  i s  recommended  to  i nclude  the  fol l ow i tems  i n  the  design  speci fication :  

a)  ci rcu i t  design ;  

b)  structure  design ;  

c)  device  embedd ing  board  design ;  

d )  ci rcu i t  pattern  design .  

 

7.2  I tems  to  be  included  in  the  design  speci fication  

7.2 .1  Graph ical  ind ication  of device  embedding  substrate  

The  fol lowing  i nd ications  shal l  be  stated :  

a)  I nd ication  of external  form  of device  embedded  substrate,  of design  d rawing  and  of CAD 
data  i s  as  fo l lows.  A perspective  d rawing  seen  from  the  top  or bottom  surface  i s  used .  
State  i f the  d rawing  i s  seen  from  top  or bottom.  

Example:  A top  perspective  or bottom  perspective  d rawing  i s  shown  in  F igure  1 2 .  

I t  i s  recommended  to  clari fy the  posi tion  of the  re levant l ayer i n  the  cross  section  d rawing .  

 

 

Figure  1 2  – Additional  drawing  

 
b)  L ist  of parts  of device  embedded  substrate  and  i tems  to  be  stated :  

1 )  device  name,  device  number,  name  of manufacturer;  

2 )  possibi l i ty of embedd ing  ( i f not possib le,  embedd ing  ins ide  of substrate  or surface  
mounting ,  etc. ) ;  

3)  table  of parts  of device  embedded  substrate  and  i ts  structure.  

c)  Organ ization  and  structure  of device  embedded  substrate:  

1 )  en ti re  organ ization  and  structure  of device  embedded  substrate;  

2)  number of l ayers  and  types  of e lectron ic ci rcu i t  board ;  

3)  th ickness  of each  conductor layer (copper foi l  +  copper p lating ,  etc. ) ;  

4 )  d i stance  between  insu lating  l ayers,  and  between  the  conductor and  i nsu lating  l ayers;  

IEC 

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L2-U1 1

L5-D61

Perspective view from top (L1 )

［L1 ］

［L2］

［L3］

［L4］

［L5］

［L6］

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L2-U1 1

L5-D61

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L2-U1 1

L5-D61

Perspective view from top (L1 )

［L1 ］

［L2］

［L3］

［L4］

［L5］

［L6］
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5)  posi tion  of l ayer where  device  i s  to  be  embedded ;  

6)  forbidden  area(s)  for wi ring  i n  each  layer as  i l l ustrated  in  F igure  1 3;   

7 )  th ickness  of the  l ayer to  embedded  device(s) .  

d )  Speci fication  of device  embedded  substrate:  

1 )  s ize  and  th ickness  of the  substrate;  

2 )  treatment to  the  surface  where  the  device  i s  not embedded  (embedd ing  on  one  s ide  
on ly);  

3)  methods  of embedd ing  and  connection  to  the  device;  

4)  su rface  treatment to  conductor surface  (solder flux,  gold  p lati ng ,  etc. ) .  

e)  Embedd ing :  

1 )  d ie  bond ing ;  

2)  methods  of mounting  and  i n terconnection ;  

3)  special  treatment:  

•  u nderfi l l ;  

•  resin  mold ;  

•  potti ng ;  

•  o thers.  

 

Figure  1 3  – Forbidden  wiring  area 

f)  Speci fication  of device  embedd ing :  

1 )  embedd ing  (resin  embedd ing ,  stacking ,  etc. ) ;  

2 )  embedd ing  materia l  (resin ,  prepreg ,  etc. ) ;  

3)  embedd ing  cond i tions  (heating ,  temperature,  pressure,  etc. ) ;  

4 )  mechan ical  l oad ing  cond i tion .  

Embedd ing  cond i tion  shal l  be  AABUS.  

g )  Design  speci fication  of e lectron ic ci rcu i t  board  (pattern  design).  

The  design  principle  of conductor gap,  via  d iameter,  via  l and  d iameter,  etc.  i s  basical l y the  
same  as  for regu lar PWB.  Detai l s  of design  speci fication  are  to  be  AABUS.   

7.2.2  Design  specification  template  

Table  6  to  Table  8  show the  template  of a  design  speci fication .  

Table  6  i s  an  example  of a  speci fication  of a  device  embedded  substrate.  

IEC 
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Table  6  – Specification  of device  embedded  substrate  1  

 

List of embedded  devices  

No.  Device  Name  Device  #  Manufacturer Manufacturer Speci fication  of 
embedding  device  

Remarks  

Shal l  Yes  No  Or 

Case  1  Memory 
I C  

D-RAM  M IC-002  TM-DRAM02  T  ○      

Case  2  S tacked  
capaci tor 

Ch ip  C  
CC-003  CCK-5V1 0  M     ○   

Case  3  S tacked  
capaci tor 

E l ectrol yti c  
C  

DC-004  DCK-5V200  P    ○   
Low heat  
res i stance  

Devi ce  embedded  substrate  –  Constructi on  and  structu re  

Layer #  6  Base  4  

N °  

Layer and  i ts  th i ckness  

Embe
dd i ng  
l ayer 

D i e l ectri c  
gap  

Layer gap  
Devi ce  
embedded  
gap  Type  Bu i l d -up  l ayer 

Embedd i ng  l ayer L2、 L5  

Lay
er 

Conductor 

µm  
Name 

t  

µm  
Name 

t  

µm  
Name 

t  

µm  Constructi on  and  structu re  Copper 
fo i l  

Copper
pl ati ng  

 

NOTE  Magn i fi cati ons  are  
d i fferen t  for verti cal  and  
hori zon ta l  d i recti ons.  

1  L1  1 2  20  －  
－  －  －  －  －  －  

DG1  1 38  LG1  1 00  EG1 1  40  

2  L2  1 8  20  ○  

DG2  73  LG2  40  －  －  

3  L3  1 8  1 5  －  

DG3  80  LG3  80  －  －  

4  L4  1 8  1 5  －  

DG4  73  LG4  40  EG41  40  

5  L5  1 8  20  ○  

DG-5  1 38  LG5  1 00  EG61  40  

6  L6  1 2  20  －  
－  －  －  －  －  －  

Substrate  th i ckness  (excl ude  sol der res i st)  
mm  

0 , 57      

 

Table  7and  Table  8  are  examples  of speci fications  of device  embedded  substrate  
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Table  7  – Specification  of device  embedded  substrate  2  

Speci fi cati on  of device  embedded  substrate  

P l acemen t  of embedded  device  and  cond i ti on  NO  I tem  Speci fi cati on  

 

1  Devi ce  
embedded  
substrate  

Layers  4  l ayers  

S i ze  W:  250  mm  ×  L :  320  mm  

Th i ckness  t  =  0 , 2  mm  

2  Embedd i ng  su rface  Double/s i ng l e  s i de  

3  Treatmen t of back 
su rface   
i n  s i ng l e-s i de  embedd i ng  

□  wi th  pattern  formati on  

□  wi thou t  pattern  
formati on  

4  Embedd i ng  method  □  D i e  bond i ng  

□  Moun ti ng  

□  Others  

5  I n terconnecti on  □  Vi a  connecti on  (Cu  
plati ng )  

□  Cu  p l ati ng  

□  Conducti ve  paste  

□  Others  

□  Pad  connection  

□  Cu  p l ati ng  

□  Conducti ve  paste  

□  O thers  

□  Others  

6  So l der res i st  □  Yes    □  No  

7  Su rface  treatmen t □  F l ux  

□  An ti -rust  treatmen t 

□  O ther 

8  Reference  hol e  □  Yes    □  No  

9  F i ducia l  mark □  Yes    □  No  

1 0  Bend i ng  after 
embedd i ng  %  

±0 , 5  

1 1  Others   

 

Fiducial  hole
Fiducial  mark

of the sheet

Fiducial  mark

of each  section
Specification

of each section

Forbidden  area 

for assembly
Fiducial  hole

Fiducial  mark

of the sheet

Fiducial  mark

of each  section
Specification

of each section

Forbidden  area 

for assembly
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Table  8  – Specification  of device  embedded  substrate  3  

 

Speci fi cati on  of device  embedded  substrate  

Constructi on  of device  embedd i ng  and  cond i ti on  No.  I tem  Speci fi cati on  

1  S tructu re  

 

 

2  S tructu re  of devi ce  embedded  substrate  

 

Cutti ng  of the  embedded  secti on  may be  d i fferen t  
depend i ng  on  the  embedd i ng  method  and  i s  to  be  
AABUS.  

1  Assembly □  D i e  bond i ng  

□  Adhesives  

□  Others  

□  Moun ti ng  

□  Soldering  

□  Conducti ve  paste  

□  Others  

□  Specia l  treatmen t  

□  Underfi l l  

□  Resin  mold  

□  Potti ng  

□  Others  

2  Embedd i ng  method  □  S tacki ng  

□  Resi n  mold i ng  

□  Mol d i ng  

□  Others  

3  Embedd i ng  materi a l  □  G l ass  epoxy prepreg  

□  Epoxy resi n  

□  Po lyim i de  prepreg  

□  Po lyim i de  res i n  

□  Others  

4  Treatmen t before  
embedd i ng  

□  F l ux cl ean i ng  

□  Genera l  cl ean ing  

□  Baking  

□  Others  

5  Embedd i ng  cond i ti on  Temperatu re  (≤  1 60  °C)  

Pressu re  (≤  3  MPa  to  
4  MPa)  

6  Mechan ical  s tress  AABUS  

7  Check of embedded  
devi ce  

AABUS  

8  Others   

Properties  of top  and  bottom  surface  after embedd ing ,  solder resist,  surface  treatment and  
a l i ke  shou ld  be  i n  accordance  wi th  the  general  speci fication  of e lectron ic ci rcu i t  boards.  

 

IEC  

■Special  treatmen t 

Rei n forcemen t 
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COMMISSION  ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 

SUBSTRAT AVEC APPAREIL(S)  INTEGRE(S)  –  

Partie  2-3:  Directives  – Guide de conception  

 
AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commissi on  E l ectrotechn i que  I n ternati onal e  ( I EC)  est  u ne  organ i sati on  mond ia le  de  normal i sati on  
composée  de  l 'ensemble  des  comi tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Comi tés  nati onaux de  l ' I EC).  L ' I EC a  pou r 
ob jet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternational e  pou r tou tes  l es  questi ons  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  

de  l 'é l ectrici té  et  de  l 'é l ectron ique.  A cet  e ffet,  l ' I EC  −  en tre  au tres  acti vi tés  −  publ i e  des  Normes  i n ternational es,  
des  Spéci fi cati ons  techn i ques,  des  Rapports  techn i ques,  des  Spéci fi cati ons  accessi b l es  au  publ i c  (PAS)  e t  des  
Gu i des  (ci -après  dénommés  "Pub l i cati on (s)  de  l ' I EC") .  Leu r é l aborati on  est con fiée  à  d es  comi tés  d 'études,  aux 
travaux desquel s  tou t  Comi té  nati onal  i n téressé  par l e  su j et  tra i té  peu t  parti ci per.  Les  organ i sati ons  
i n ternati onal es ,  gouvernementa l es  et  non  gouvernemental es ,  en  l i a i son  avec l ' I EC,  parti ci pen t  éga lemen t  aux 
travaux.  L ' I EC col l abore  étro i temen t avec l 'Organ i sati on  I n ternati onal e  de  Normal i sati on  ( I SO),  se lon  des  
cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ i sati ons.  

2 )  Les  d éci s i ons  ou  accords  offi ci e l s  de  l ' I EC  concernan t  l es  q uesti ons  techn i ques  représen ten t,  dans  l a  mesure  
du  possi b l e ,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  é tud i és ,  é tan t  donné  q ue  l es  Com i tés  nati onaux de  l ' I EC  
i n téressés  son t représen tés  dans  chaque  com i té  d 'é tudes.   

3 )  Les  Publ i cati ons  de  l ' I EC  se  présen ten t  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  ag réées  
comme  te l l es  par l es  Com i tés  nati onaux de  l ' I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnab les  son t  en trepri s  afi n  q ue  l ' I EC  
s 'assu re  de  l 'exacti tude  du  con tenu  techn i que  de  ses  pub l i cati ons;  l ' I EC  ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éven tuel l e  mauvai se  u ti l i sati on  ou  i n terprétati on  qu i  en  est  fa i te  par un  quel conque  u ti l i sateu r fi nal .  

4 )  Dans  l e  bu t d 'encourager l ' un i form i té  i n ternati onale ,  l es  Com i tés  nati onaux de  l ' I EC  s 'engagen t,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e ,  à  appl i quer d e  façon  transparen te  l es  Publ i cati ons  de  l ' I EC  dans  l eu rs  publ i cati ons  nati onal es  
et  rég ional es .  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cati ons  de  l ' I EC  et  tou tes  publ i cati ons  nati onal es  ou  
rég i onal es  correspondan tes  doiven t ê tre  i nd i quées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ' I EC  e l l e-même  ne  fou rn i t  aucune  a ttestati on  de  conform i té.  Des  organ i smes  de  certi fi cati on  i ndépendan ts  
fou rn i ssen t  des  services  d 'éval uati on  de  con formi té  et,  dans  certa i ns  secteu rs ,  accèden t  aux marques  de  
con form i té  de  l ' I EC.  L ' I EC  n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ i smes  de  certi fi cati on  
i n dépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateu rs  doi ven t  s 'assu rer q u ' i l s  son t  en  possession  d e  l a  dern ière  éd i ti on  de  cette  publ i cati on .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  d oi t  ê tre  impu tée  à  l ' I EC,  à  ses  adm in i strateu rs,  employés,  auxi l i a i res  ou  mandata i res,  
y  compri s  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  nati onaux de  l ' I EC,  
pou r tou t  préj ud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matéri e l s ,  ou  de  tou t  au tre  dommage  de  quel que  
natu re  que  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compri s  l es  fra i s  de  j usti ce)  et  l es  
d épenses  décou l an t  de  l a  pub l i cati on  ou  de  l 'u ti l i sati on  de  cette  Publ i cati on  de  l ' I EC  ou  de  tou te  au tre  
Publ i cati on  de  l ' I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.   

8)  L 'atten ti on  est  a tti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cati on .  L 'u ti l i sati on  de  publ i cati ons  
référencées  est ob l i gatoi re  pour une  app l i cati on  correcte  de  l a  présen te  publ i cati on .  

9)  L 'atten ti on  est a tti rée  su r l e  fa i t  q ue  certai ns  des  é l émen ts  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ' I EC  peuven t  fa i re  
l 'obj et  d e  d roi ts  de  brevet.  L ' I EC  ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  d e  ne  pas  avoi r i den ti fi é  de  te l s  d ro i ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gnal é  l eu r exi stence.  

La  tâche  principale  des  comi tés  d 'études  de  l ' I EC  est l 'é laboration  des  Normes  in ternationales.  
Exceptionnel l ement,  un  comi té  d 'études  peu t proposer l a  publ ication  d 'une  Spéci fication  
techn ique  

•  l orsqu 'en  dépi t  de  main ts  efforts,  l 'accord  exigé  ne  peu t pas  être  réal isé  en  faveur de  l a  
publ ication  d 'une  Norme  i n ternationale  ou  

•  l orsque  l e  su jet en  question  est encore  en  cours  de  développement techn ique  ou  quand ,  
pour une  raison  quelconque,  l a  possib i l i té  d 'un  accord  pour l a  publ ication  d 'une  Norme 
i n ternationale  peu t être  envisagée  pour l 'aven i r mais  pas  dans  l ' imméd iat.  

Les  Spéci fications  techn iques  fon t l 'objet d 'un  nouvel  examen  trois  ans  au  p lus  tard  après  leu r 
publ ication  afin  de  décider s i  e l les  peuvent être  transformées  en  Normes  i n ternationales.   

L ' I EC  TS  62878-2-3,  qu i  est une  Spéci fication  techn ique,  a  été  établ ie  par l e  comi té  
d 'études  91  de  l ' I EC:  Techn iques  d 'assemblage  des  composants  é lectron iques.  
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Le  texte  de  cette  Spéci fication  techn ique  est i ssu  des  documents  su ivan ts:  

Projet  d 'enquête  Rapport  de  vote  

91 /1 1 43/DTS  91 /1 1 64A/RVC 

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  in formation  sur l e  vote  ayan t 
abou ti  à  l 'approbation  de  cette  Spéci fication  techn ique.  

Une  l i ste  de  tou tes  l es  parties  de  l a  série  I EC  62878,  publ iées  sous  l e  ti tre  général  Substrat 
avec appareil(s)  intégré(s) ,  peut être  consu l tée  su r l e  s i te  web  de  l ' I EC.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  les  D i rectives  I SO/IEC,  Partie  2 .  

Le  comi té  a  décidé  que  le  con tenu  de  cette  publ ication  ne  sera  pas  mod i fié  avan t l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ' I EC  sous  "h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  les  données  
relatives  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera:  

•  transformée en  Norme  i n ternationale,  

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  

 

IMPORTANT – Le  logo  "colour inside"  qu i  se  trouve sur la  page  de  couverture  de  
cette  publ ication  ind ique  qu 'el le  contient des  cou leurs  qu i  sont considérées  comme 
uti les  à  une  bonne compréhension  de  son  contenu.  Les  uti l isateurs  devraient,  par 
conséquent,  imprimer cette  publ ication  en  uti l isant une  imprimante  cou leur.  
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I NTRODUCTION  

La  présente  partie  de  l ' I EC  62878  fourn i t des  l i gnes  d i rectrices  concernant l e  substrat avec 
apparei l (s)  i n tégré(s)  fabriqué  par l ' i n tégration  d 'apparei l s  é lectron iques  acti fs  et passi fs  
d iscrets  dans  une  ou  p lusieurs  couches  in ternes  d 'un  substrat avec des  connexions  
é lectron iques  par l ' i n terméd iai re  de  trous  de  l ia ison ,  de  placage  de  conducteur,  de  pâte  
conductrice  et d ' impression .  Dans  la  série  I EC  62878,  

•  l ' I EC  62878-1 -1  spéci fie  l a  méthode  d 'essai ,  

•  l ' I EC  TS  62878-2-1  propose  une  description  générale  de  l a  technolog ie,  

•  l ' I EC  TS  62878-2-3  fourn i t  des  l i gnes  d i rectrices  concernant l a  conception ,  et 

•  l ' I EC  TS  62878-2-4  spéci fie  l es  g roupes  d 'é léments  d 'essai .  

Le  substrat avec apparei l (s)  i n tégré(s)  peu t être  u ti l i sé  comme substrat pour monter les  SMDs 
pour former des  ci rcu i ts  é lectron iques,  comme des  couches  de  conducteur et d ' i solan t 
peuvent être  formées  après  l ' i n tégration  des  apparei l s  é lectron iques.  

L 'objecti f de  l a  série  I EC  62878  est d 'obten i r une  compréhension  commune  des  structures,  
des  méthodes  d 'essai ,  de  la  conception ,  des  processus  de  fabrication  et  de  l 'u ti l i sation  d 'un  
substrat avec apparei l (s)  i n tégré(s)  dans  l ' i ndustrie.  
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SUBSTRAT AVEC APPAREIL(S)  INTEGRE(S)  –  
 

Partie  2-3:  Directives  – Guide de conception  
 
 
 

1  Domaine d 'appl ication  

La  présente  partie  de  l ' I EC  62878  décri t  l e  gu ide  de  conception  des  substrats  avec apparei l (s)  
i n tégré(s).   

Le  gu ide  de  conception  du  substrat avec apparei l (s)  i n tégré(s)  est essentie l lement i den tique  à  
celu i  de  d i fféren tes  cartes  de  ci rcu i ts  é lectron iques.  La  présente  partie  de  l ' I EC  62878  permet 
une  compréhension  approfond ie  de  l a  conception  du  ci rcu i t,  de  l a  conception  de  l a  structure,  
de  la  conception  de  l a  carte,  de  l a  fabrication  de  l a  carte,  de  j i sso  (processus  d 'assemblage)  
et  des  essais  des  produ i ts.  

La  présente  partie  de  l ' I EC  62878  est appl icable  aux substrats  avec apparei l (s)  i n tégré(s)  
fabriqués  à  parti r de  matériaux de  base  organ iques,  y compris  par exemple  les  apparei l s  
acti fs  ou  passi fs,  l es  composants  d iscrets  formés  lors  du  processus  de  fabrication  d 'une  carte  
de  câblage  é lectron ique,  a insi  que  les  composants  de  feu i l les  m inces.  

La série IEC 62878 ne s'appl ique ni  à la couche de re-distribution  (RDL),  ni  aux modules définis 
comme un  business model  de type M  de l 'IEC 62421 .  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivants  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  l e  présent document et  son t i nd ispensables  pour son  appl ication .  Pour les  
références  datées,  seu le  l 'éd i tion  ci tée  s 'appl ique.  Pour les  références  non  datées,  l a  dern ière  
éd i tion  du  document de  référence  s 'appl i que  (y compris  l es  éven tuels  amendements).  

I EC  601 94,  Printed board design,  manufacture and assembly – Terms and definitions  
(d ispon ible  en  ang lais  seu lement)  

3  Termes,  défin i tions  et abréviations  

3.1  Termes  et  défin i tions  

Pour l es  besoins  du  présent document,  l es  termes  et  défin i tions  de  l ' I EC  601 94  s 'appl i quen t.  

3.2  Abréviations  

Abréviati on  Françai s  Ang la i s  

BGA boîti er matri ci e l  à  b i l l es  ba l l  g ri d  array 

I PD  apparei l  passi f i n tégré  i n tegrated  passi ve  devi ce  

LGA boîti er matri ci e l  à  pasti l l es  l and  g ri d  array 

LS I  i n tégrati on  à  hau te  densi té  l arge  sca le  i n teg rati on  

MEMS  systèmes  m icro-é l ectromécan iques  m icro  e l ectro  mechan ical  systems  

OSP  su rface  organ i que  de  protecti on  organ ic  sol derab i l i ty preservati ve  

SMD  apparei l  pou r mon tage  en  su rface  su rface  mount  devi ce  

TAB  soudage  au tomati sé  su r bande  tape  au tomated  bond ing  

WLP  assemblage  n i veau  feu i l l e  wafer l eve l  package  
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4 Structure  de  substrats  avec apparei l (s)  i ntégré(s)  

4.1  Général i tés  

Le  nom  de  chaque  partie  d 'un  substrat avec apparei l (s)  i n tégré(s)  est spéci fié  dans  l 'Article  4  
pour a ider à  l a  compréhension  techn ique  et évi ter tou te  incompréhension  chez l es  i ngén ieurs  
dans  l es  secteurs  concernés  de  l ' i ndustrie.  

4.2  Spécifications  des  surfaces  supérieure  et  inférieure  d 'un  substrat avec apparei l (s)  
in tégré(s)  

La  défin i tion  des  surfaces  supérieure  et i n férieure  d 'un  substrat avec apparei l (s)  i n tégré(s)  
dépend  du  nombre  d 'apparei ls  montés  sur l a  surface  du  substrat,  comme i l l ustré  à  l a  F igure  1 .  
La  surface  su r l aquel le  est monté  l e  p lus  grand  nombre  de  composants  est l a  surface  
supérieure.  S i  un  substrat est monté  sur une  carte  à  câblage  imprimé  (ci -après  dénommée  
carte  mère),  l a  su rface  du  substrat en  contact avec la  carte  à  câblage  est défin ie  comme la  
su rface  i n férieure,  même s i  e l le  compte  davantage  de  terminaux d 'en trée/sortie  (p lages)  (voi r 
F igure  2).  S i  l a  conception  des  surfaces  supérieure  et i n férieure  a  fa i t  l 'objet d 'un  accord  en tre  
l 'u ti l i sateur et  l e  fourn isseur,  l ed i t  accord  est priori ta i re,  même s ' i l  s 'écarte  de  l a  défin i tion  
donnée  dans  l a  présente  partie  de  l ' I EC  62878.  

 

Anglai s  Français  

Surface  moun t devi ce  Apparei l  monté  en  su rface  

Embedded  device  Apparei l  i n tégré  

Top  su rface  Su rface  supérieu re  

Base  Base  

Bottom  su rface  Su rface  i n féri eu re  

Figure  1  – Défin i tions  des  surfaces  supérieure  et  inférieure  d 'un  substrat avec 
apparei l (s)  in tégré(s)  

IEC 
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Anglais  Français  

Surface  moun t devi ce  Apparei l  monté  en  su rface  

Top  su rface  Su rface  supérieu re  

Embedded  device  Apparei l  i n tég ré  

Bottom  su rface  Su rface  i n féri eu re  

BGA or LGA BGA ou  LGA 

Base  Base  

PWB  (mother board )  PWB  (carte  mère)  

Figure  2  – Défin i tion  des  surfaces  supérieure  et  i nférieure  pour le  montage  sur une  
carte  mère   

4.3  Défin i tions  des  couches  d 'un  substrat avec apparei l (s)  in tégré(s)  

Les  noms et l es  symboles  des  couches  dans  une  carte  avec apparei l (s)  i n tégré(s)  sont 
i l l ustrés  à  l a  F igure  3 .  Chaque  couche  est numérotée  L1 ,  L2  à  L6  (dans  l e  cas  de  6  couches)  
à  parti r de  la  surface  supérieure.  Le  numéro  i nd ique  la  posi tion  de  la  couche  par rapport à  l a  
su rface  supérieure.  

IEC 
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Légende  

A Composan t i n tégré  C  Su rface  supérieu re  

B  Base  D  Su rface  i n féri eu re  

Figure  3  – Noms des  couches  dans  la  connexion  de  plage 

Dans  le  cas  d 'une  connexion  de  trou  de  l ia ison ,  l a  posi tion  des  terminaux de  connexion  de  
l 'apparei l  i n tégré  d i ffère  du  numéro  de  la  couche  proche.  Le  symbole  du  composant et l es  
posi tions  de  connexion  son t défin is  comme i l l ustré  à  l a  F igure  4  afin  de  clari fier l es  posi tions  
d ' i n terconnexion  de  l 'apparei l  i n tégré  et de  ses  terminaux é lectriques  par rapport à  l a  
conception  de  construction ,  à  l a  conception  de  moti f,  à  l a  fabrication  de  l a  carte  et 
l 'assemblage  j i sso.  

I l  est  recommandé  d 'u ti l i ser l es  symboles  et  l es  noms  du  composant comme i l l ustré  dans  un  
schéma é lectrique  pour u ti l i ser 2  à  4  i nd ications.  La  posi tion  de  l ' i n terconnexion  dans  le  cas  
d 'une  l i a ison  de  puce  ou  du  montage  d 'un  apparei l  i n tégré  à  un  apparei l  peu t être  exprimée  
par l 'u ti l i sation  d 'un  au tre  nom  en  p lus  du  nom  de  l a  couche  à  l aquel le  l 'apparei l  est i n tégré.   

La  surface  d 'un  apparei l  est orien tée  vers  l e  hau t.  U ti l i ser vers  l e  hau t (U ,  upward)  lorsque  les  
terminaux de  connexion  son t sur l a  su rface  tournée  vers  l e  hau t et vers  l e  bas  (D,  downward)  
l orsque  les  terminaux son t sur l a  surface  tournée  vers  l e  bas.   

Un  numéro  à  trois  ch i ffres  est u ti l i sé  s i  p l usieurs  composants  sont i n tégrés  et/ou  s i  p l usieurs  
terminaux de  connexion  se  trouvent dans  l a  même couche.  Le  ch i ffre  de  gauche  ind ique  le  
numéro  de  l a  couche  de  connexion  et l e  ch i ffre  de  d roi te  i nd ique  l a  posi tion  de  couche  des  
composants  i n tégrés.  S i  p l usieurs  couches  son t concernées,  l es  numéros  1 ,  2  i nd iquen t l es  
couches  tournées  vers  le  hau t à  parti r du  hau t et l es  numéros  1 ,  2  à  parti r du  bas  ind iquen t 
l es  couches  tournées  vers  le  bas  à  parti r du  bas.  Le  deuxième  numéro  peu t être  omis  s i  une  
couche  ne  compte  qu 'un  seu l  composant i n tégré.  Voi r ci -dessous  l 'exemple  de  l a  F igure  4 .  

La  F igure  4  i l l ustre  des  in formations  complémentai res  sur l a  posi tion  d ' in terconnexion .  
L 'apparei l  acti f est monté  sur l a  couche  L2  et connecté  à  l a  première  couche  vers  l e  hau t.  
Dans  ce  cas,  l e  nom  de  l a  couche  d ' i n terconnexion  est noté  L2-U1 1 .  Le  dern ier ch i ffre,  1 ,  
i nd ique  l e  numéro  du  composant i n tégré.  Les  composants  passi fs  montés  sur l a  couche  L5  
son t connectés  à  L6  vers  l e  bas.  Dans  ce  cas,  l e  nom  de  l a  couche  d ' in terconnexion  est noté  
L5-D61 .   

Une  couche  vi rtuel le  est u ti l i sée  comme couche  conductrice  vi rtuel le  et  comme poin ts  de  
connexion .  Pour procéder à  l a  conception  de  l a  connexion  de  terminal  d 'un  apparei l  i n tégré,  
on  commence  par établ i r l es  données  de  connexion  et  de  percement de  trou  A et B ,  pu is  l es  
données  de  connexion  et  de  percement de  trou  C  et D  pour L2  et  L5  (dans  l e  cas  de  l a  
structure  ci -dessus).  Le  paramètre  de  terminal  peu t être  omis  s i  une  connexion  de  trou  de  
l i a ison  et l es  posi tions  des  terminaux d 'apparei l  i n tégré  et de  l a  couche  de  conduction  son t l es  
mêmes.  
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A Apparei l  acti f i n tégré  G  Nom  de  l a  couche  en tre  L5  e t  L6  

B  Term inal  de  connexion  H  Données  de  mach i neri e  et  connexion  de  L1  à  u ne  
couche  vi rtuel l e  (L2-U1 1 )  

C Apparei l  passi f i n tégré  I  Données  de  mach i neri e  et  connexion  de  L6  à  une  

couche  vi rtuel l e  (L5-D61 )  

D  Base  J  Données  de  mach i neri e  et  connexion  de  L1  à  L2  

E  Posi ti on  term ina l e  K Données  de  mach i neri e  et  connexion  de  L6  à  L5  

F  Nom  de  l a  couche  en tre  L1  et  L2    

Figure  4  – Informations  complémentaires  relatives  à  la  posi tion  d ' in terconnexion  

La  Figure  5  représente  l a  posi tion  d ' in terconnexion .  L 'apparei l  acti f (xxxx)  est monté  sur l a  
couche  L2  et connecté  à  l a  première  couche  vers  le  hau t.  Dans  ce  cas,  l e  nom  de  la  posi tion  
d ' in terconnexion  est noté  xxxx-L2-U1 1 .  Les  composants  passi fs  (yyyy)  montés  sur l a  couche  
L5  sont connectés  à  L6  vers  l e  bas.  Dans  ce  cas,  l e  nom  de  la  posi tion  d ' i n terconnexion  est 
noté  yyyy-L5-D61 .  

 

 

A Apparei l  acti f i n tégré  C  Base  

B  Apparei l  passi f i n tégré    

Figure  5  – Noms des  couches  dans  la  connexion  de  trou  de  l iaison  [I ]  

Figure  6  représente  un  cas  d 'empi lage  de  puces.  L'apparei l  acti f 2  (xxx2)  est monté  sur l a  
couche  L2  et  l 'apparei l  acti f 1  (xxx1 )  est empi lé  sur l 'apparei l  acti f 2 .  Tous  deux son t 
connectés  à  l a  couche  L1  vers  l e  hau t.  Dans  ce  cas,  l e  nom  de  la  posi tion  d ' i n terconnexion  de  
l 'apparei l  acti f 2  est noté  xxx2-L2-U1 22.  Le  nom  de  l a  posi tion  d ' i n terconnexion  de  l 'apparei l  
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acti f 1  est noté  xxx1 -L2-U1 21 .  Le  deuxième  ch i ffre  en  partan t de  la  d roi te  (2)  i nd ique  le  
numéro  de  l 'apparei l  i n tégré.  

 

A Apparei l  acti f i n tégré  1  C  Apparei l  pass i f i n tégré  

B  Apparei l  acti f i n tégré  2  D  Base  

Figure  6  – Noms  des  couches  dans  la  connexion  de  trou  de  l iaison  [I I ]  

La  F igure  7  montre  la  posi tion  d ' i n terconnexion  d 'un  apparei l  acti f ayan t des  p lages  de  
connexion  mu l ticouches.  L 'apparei l  acti f (xxxx)  est monté  su r et connecté  à  l a  couche  L5  et 
l es  plages  s i tuées  sur l e  côté  opposé  son t connectées  à  l a  couche  L1  vers  l e  hau t.  Dans  ce  
cas,  l e  nom  de  l a  posi tion  d ' i n terconnexion  de  l 'apparei l  acti f est donc noté  xxxx-L5-U1 1 .  

 

 

A Apparei l  acti f i n tégré  

B  Base   

C  Couche  conductri ce  dans  l a  couche  d ' i n tégrati on  

Figure  7  – Noms  des  couches  dans  la  connexion  de  trou  de  l iaison  [I I I ]  

 

Le  contenu  de  l a  F igure  4  à  l a  F igure  7  est résumé  dans  l e  Tableau  1 .  
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Tableau  1  – Noms  des  couches  de  la  carte  avec apparei l (s)  in tégré(s)  

Exemple  

Apparei l  i n tégré  I n tégration  et  connexion  de  l 'apparei l  i n tégré  

Apparei l   
Numéro  du  
composant 

 Couche   
D i rection  

du  
terminal  

Couche  

Nombre  de  
composants  

N °  Couche  

Figu re  4  
Acti f -  A1 2  -  L2  -  U  1  1  Omettre  

Passi f -  1  -  L5  -  D  6  1  Omettre  

F igu re  5  
Acti f -  A1 3  -  L2  -  U  1  1  Omettre  

Passi f -  2  -  L5  -  D  6  1  Omettre  

F igu re  6  

Acti f -  A1 3  -  L2  -  U  1  2  1  

I PD  -  4  -  L2  -  U  1  2  2  

Condensateu r -  1  -  L5  -  D  6  1  Omettre  

F igu re  7  I PD,  etc.  
-  1 2  -  L2  -  U  1  1  Omettre  

-  B1  -  L6  -  D  6  1  Omettre  

Des  i n formati ons  su r l es  composants  i n tég rés  son t nécessai res  dans  l a  concepti on  de  l a  carte  d ' i n tégrati on .  

Par exemple,  dans  l a  F i gu re  4 ,  l a  posi ti on  d ' i n terconnexion  de  l 'apparei l  acti f A1 2  est  notée  A1 2-L2-U1 1 .  

 

4.4 Distance  entre  conducteurs  sur un  terminal  

Le Paragraphe  4 . 4  défin i t  l 'épaisseur de  l a  couche  i solan te,  l a  d istance  en tre  conducteurs  et 
l a  d i stance  en tre  une  é lectrode  et  un  conducteur sur un  terminal .  La  d istance  en tre  
conducteurs  est ci -après  dénommée  é lectrode.  

L 'épaisseur de  la  couche  d ' i solation  et l a  d i stance  en tre  chaque  couche  conductrice  sont 
défin ies  par rapport à  l a  posi tion  de  chaque  couche,  comme su i t:  

a)  L 'épaisseur de  la  couche  d ' i solation  est défin ie  comme la  couche  séparan t l es  
conducteurs.  L 'épaisseur n 'est pas  l 'épaisseur de  chaque  couche  à  l am iner,  mais  
l 'épaisseur de  la  couche  d ' i solation  e l l e-même du  substrat.  

b)  La  d istance  en tre  conducteurs  est défin ie  comme la  d istance  en tre  l es  conducteurs  d 'une  
couche.  

c)  La  d istance  en tre  l 'é lectrode  et l e  conducteur est l 'épaisseur de  l ' i solateur en tre  l es  
terminaux de  l 'apparei l  i n tégré  et  l a  couche  conductrice  à  connecter.  

d )  Les  termes  su ivants  sont u ti l i sés  pour i nd iquer chaque  d istance.  

1 )  Epaisseur de  couche  i solan te    DG1  (espace  d iélectrique)  

2)  D istance  en tre  l es  couches  conductrices  LG1  (espace  de  couche)  

3)  D istance  en tre  l e  terminal  et l e  conducteur EG1 1  (espace  d ' i n tégration  de  l 'apparei l )  

Le  nombre  u ti l i sé  dans  l ' i nd ication  est l e  nombre  de  couches.  Le  ch i ffre  de  gauche  en  3)  
désigne  l a  couche  conductrice  et l e  ch i ffre  de  d roi te  désigne  l 'étape  (première,  deuxième,  etc. )  
de  l ' i n tégration  de  p l usieurs  apparei ls  dans  l e  substrat.  Voi r 4 . 3  pour l a  défin i tion  des  étapes  
(couches).   

Les  F igure  8  et  F igure  9  montren t l es  défin i tions  des  couches  d 'un  substrat avec apparei l (s)  
i n tégré(s)  pour les  connexions  de  p lage  et de  trou  de  l ia ison .  Des  remarques  supplémentai res  
son t a jou tées  aux F igure  1 0  et  F igure  1 1  pour l 'espace  d ié lectrique,  l 'espace  de  couche  et 
l 'espace  d ' i n tégration  de  l 'apparei l .  
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Anglais  Français  

Term inal  Term inal  

Embedded  device  Apparei l  i n tég ré  

Figure  8  – Défin i tions  de  l 'espace  d iélectrique et  de  l 'espace  de  couche  dans  la  
méthode  de  connexion  de  plage 

 

 

Anglais  Français  

Embedded  acti ve  device  Apparei l  acti f i n tég ré  

Term inal  Term inal  

Embedded  pass ive  device  Apparei l  pass i f i n tégré  

Figure  9  – Défin i tions  de  l 'espace  d iélectrique et  de  l 'espace  de  couche  dans  la  
méthode de  connexion  de  trou  de  l i aison  

La  F igure  1 0  représente  l a  structure  de  l a  couche  i solan te  avan t l a  strati fication .  L 'apparei l  
acti f est i n tégré  à  l a  couche  i solan te  DG1 .  DG51  i nd ique  l 'épaisseur m in imale  de  l a  couche  
i solan te  DG5.  
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Anglais  Français  

Embedded  i n  i nsu l ati on  l ayer DG1  I n tégré  dans  l a  couche  de  connexion ,  DG1  

Top  su rface  Su rface  supérieu re  

Embedded  device  Apparei l  i n tég ré  

(core)  (cœur)  

Base  Base  

Bottom  su rface  Su rface  i n féri eu re  

Figure  1 0  – I l lustration  supplémentaire  de  l 'espace d iélectrique  

La  F igure  1 1  représente  l 'espace  du  conducteur et  l 'espace  é lectrode/conducteur.  EG1 1  
représente  l 'espacement d ' i solation  en tre  l es  p lages  non  attachées  des  apparei l s  acti fs  
i n tégrés  au  conducteur de  l a  couche  extérieure.  EG41  i nd ique  l 'espacement d ' i solation  en tre  
L4  et L5.  

 

Anglais  Français  

Embedded  acti ve  device  Apparei l  acti f i n tég ré  

Term inal  Term inal  

Embedded  pass ive  device  Apparei l  pass i f i n tégré  

Figure  1 1  – I l lustration  supplémentaire  de  l 'espace d iélectrique  
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5 Condi tions  pour la  préparation  de  la  base  et in tégration  d 'apparei ls  

5.1  Condi tions  pour la  base  

La  carte  de  base  et  l es  cond i tions  d 'assemblage  son t données  au  Tableau  2 .  

Tableau  2  – Recommandation  pour l 'assemblage  d 'apparei l  au  substrat de  base  
 pour les  cartes  avec apparei l (s)  in tégré(s)  

Elément Cond i tion  Remarques  

Base  Matéri au  de  base  Organ i que:  FR-4 ,  FR-5,  rés i ne  BT,  po l yim i de,  
PPE,  PTFE  

Transporteu r de  feu i l l e  
en  cu i vre ,  a i l ette  de  
chal eu r méta l l i q ue  
pou r rayonnement  de  
chal eu r,  transporteu r 
de  type  fi lm ,  
i n terposeur en  s i l i ci um  

Structu re  de  l a  carte  A un  côté,  à  deux côtés ,  mu l ti couche,  
mu l ti couche  i n tégré ,  fl exib l e  à  u n  côté,  fl exi b l e  
à  d eux côtés ,  fl exi b l e  mu l ti couche,  substrat  de  
ci rcu i t  é l ectron ique  

Nombre  de  couches  1  couche,  2  couches,  … ,  nombre  arb i tra i re  de  
couches  

Feu i l l e  de  cu i vre  5  µm,  9  µm,  1 2  µm,  1 8  µm,  35  µm,  70  µm 

I sol an t >  1 0  µm 

Tai l l e  maximale  61 0  mm  ×  51 0  mm  Vari ab le  basée  su r l a  
capaci té  de  l a  l i a i son  
de  puce  et/ou  du  
mon teu r de  puce  

Ta i l l e  m i n imale  340  mm  ×  250  mm  

Couche  
d ' i n tég rati on  

Matéri au  d ' i solati on  Pré imprégné,  par exemple  FR-4 ,  FR-5,  rés i ne  
BT,  pol yim ide ,  PPE,  PTFE  (type  d 'é tape  B)  

Rési ne ,  par exemple  FR-4 ,  FR-5,  rés i ne  BT,  
po l yim ide,  e tc.  

Rési ne  d 'étanchéi té  u ti l i sée  pou r l es  
assemblages  sem i -conducteu rs  

Au tres  

Une  coupure  peu t  être  
exi gée  pou r un  
apparei l  i n tégré  épai s  

Nombre  de  couches  1  couche,  2  couches,  … ,  nombre  arbi tra i re  de  
couches  

 

Feu i l l e  de  cu i vre  5  µm,  9  µm,  1 2  µm,  1 8  µm,  35  µm,  70  µm  

Ta i l l e  de  l a  carte  Dépend  de  l a  ta i l l e  de  l a  base   

Cond i ti on  L i a i son  de  puce  Maximum:  330  mm  ×  250  mm  ×  2 , 5  mm  

M in imum:  50  mm×50  mm  ×  0 , 5  mm  

Un  transporteu r peu t  
être  nécessai re  s i  
l 'épai sseur est  
i n féri eu re  à  0 , 3  mm  Mon teu r Maximum:  51 0  mm  ×  460  mm  ×  4 , 0  mm  

M in imum:  50  mm  ×  50  mm  ×  0 , 3  mm  

Marque  fi duci a i re  La  marque  fi ducia i re  doi t  ê tre  con forme  aux 
capaci tés  de  tra i temen t d es  cl i en ts .  

 

Préci s i on  de  l a  
posi ti on  

Doi t  fa i re  l 'obj et  d 'un  accord  de  l a  part  d u  
cl i en t  en  foncti on  des  matéri aux e t  d es  
capaci tés  d e  tra i temen t 

 

Cond i ti ons  
pou r l es  
composan ts  de  
feu i l l es  

L i a i son  de  puce  Maximum:  25  mm  ×  25  mm  ×  0 , 5  mm  

M in imum :  0 , 25  mm  ×  0 , 25  mm  ×  0 , 1  mm  

 

Mon teu r Maximum:  24  mm  ×  24  mm  ×  6 , 5  mm  

M in imum :  0 , 4  mm  ×  0 , 2  mm  ×  0 , 1 2  mm  

 

Rési stance  
thermique  

Rési stance  de  1 20  m i n  à  1 80  °C   

Rési stance  à  l a  
press ion  

3  MPa  to  4  MPa   

Rési stance  au  
sol van t  ch im i que  

Doi t  fa i re  l 'obj et  d 'un  accord  de  l a  part  d u  
cl i en t  en  foncti on  des  matéri aux et  des  
capaci tés  de  tra i temen t 

 

Les  recommandations  d 'assemblage  ci -dessous  son t  desti nées  à  servi r d e  référence  au  comi té  en  charge  de  
l 'é l aborati on  de  l a  norme  pou r l e  substrat  d ' i n tég rati on  de  l 'apparei l .  Les  résu l tats  de  l 'essai  do i ven t  être  con formes  
à  ce  qu i  a  é té  convenu  en tre  l e  fou rn i sseu r et  l ' u ti l i sateu r.  

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 –  41  – I EC  TS  62878-2-3: 201 5  © I EC  201 5  

5.2  Condi tions  pour l ' intégration  des  apparei ls  

La  tai l le  du  panneau  de  travai l ,  l 'épaisseur du  panneau  et l a  cond i tion  d ' i n tégration  son t 
i l l ustrées  dans  l e  Tableau  3  quand  l 'équ ipement d ' in tégration  de  l 'apparei l  au tomatique  est 
u ti l i sé.  

Tableau  3  – Recommandation  d ' intégration  

Assemblage  Apparei l  Connexion  Di rection  
(vers  l es  
terminaux 
i n tégrés)  

Tai l l e  du  panneau   
mm  

Epaisseur 
mm  

Marque  
fi duci -

ai rea  
Max.  M i n .  Max.  M i n .  

L
ia
is
o
n
 d

e
 p

la
g
e
 

L i a i son  
de  puce  

Puce  nue  
WB  

Vers  l e  
hau t  

267×90  90× 1 5  0 , 9  0 , 1  ―  

TAB  ―  ―  ―  ―  ―  

Mon tage  Puce  nue  FC  

US  

Vers  l e  bas  

330×250  50×50  2 , 5  0 , 5  *1  

C4  *4  330×250  

51 0×460  

50×50  

50×50  

2 , 5  

4 , 0  

0 , 5  

0 , 3  

*1  

*2  

GBS  

330×250  50×50  2 , 5  0 , 5  *1  

ESC,  
ESC5  

ACF(P)  

NCF(P)  

Au tres  ―  ―  ―  ―  ―  

Mon tage  

WLP  

Refusi on   

L i a i son  par 
rési ne  

Vers  l e  bas  

51 0×460  50×50  4 , 0  0 , 3  *2  

Puce  
rectangu l a i r
e  

Ti ge  ―  

Modu l e  

MEMS  
Refusi on  Vers  l e  bas  

L
ia
is
o
n
 d

e
 tro

u
 d

e
 lia

is
o
n
 

L i a i son  
de  puce  

Puce  nue  

P l acage  en  
cu i vre  

Pâte  
conductri ce  

Vers  l e  
hau t  

31 0×21 5  50×30  3 , 0  0 , 1  *3  

WLP  

Mon tage  Puce  
rectangu l a i r
e  

51 0×460  50×50  4 , 0  0 , 3  *2  

MEMS  du  
modu l e  

Les  recommandations  d 'assemblage  ci -dessous  son t  desti nées  à  servi r d e  référence  au  comi té  en  charge  de  
l 'é laborati on  de  l a  norme  pou r l e  substrat  d ' i n tégrati on  de  l 'apparei l .  Les  résu l tats  de  l 'essai  d o i ven t être  con formes  
à  ce  qu i  a  é té  convenu  en tre  l e  fou rn i sseur et  l ' u ti l i sateu r.  

NOTE  *4  (C4) :  su r l a  couche  supéri eu re  pour un  espace  de  term inal  ≧  0, 3  mm ,  su r l a  couche  i n féri eu re  pou r un  
espace  de  term inal  <  0 , 3  mm.  

a  Ta i l l e  e t  forme  de  l a  marque  fi duci a i re :  

Ta i l l e  — *1 :  0 , 25  mm  à  0 , 8  mm;  *2 :  0 , 5  mm  à  1 , 6  mm;  *3 :  0 , 2  mm  à  1 , 6  mm  

Forme  — cercle ,  cro i x,  carré  

 

Le  Tableau  4  montre  les  méthodes  d ' in tégration  des  apparei ls  semi -conducteurs  et des  
apparei ls  é lectron iques.  
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Tableau  4  – Méthodes  de  montages  des  apparei ls  semi-conducteurs  

Méthode  Diagramme schématique  Abrévi -
ation  

Nom  Expl ication  

Liai son  
métal l i que  

 

US  U l tra  son ic  
bond ing ,   
l i a i son  
u l trason i que  

L 'énerg ie  u l trason i que  est  
app l i quée  en tre  l e  term inal  sem i -
conducteu r (pasti l l e)  e t  l 'é l ectrode  
de  carte  à  l a  l i a i son  métal l i que,  
pu i s  sous-rempl i t  l a  rés i ne  
thermodurci ssab l e  pou r 
ren forcement mécan i que.  De  l 'or 
est  souven t  u ti l i sé  pou r l es  
pasti l l es  et  l es  p l ages  de  
connexion  de  l a  carte .  

 

C4  Con trol l ed  
col l apse  ch ip  
connecti on ,   
connexion  de  
puce  par 
écrasement 
con trôl é  

LS I  des  pasti l l es  de  soudu re  de  
refl ux avec soudu re  à  hau te  
températu re  et  sous-rempl i ssage  
de  rési ne  après  l e  nettoyage  des  
j o i n ts .  La  présoudure,  l e  p l acage  
en  or,  OSP  son t  u ti l i sés.  

 

GBS  Gol d  bump  
sol deri ng ,   
soudure  de  
pasti l l e  en  or 

Les  LS I  avec des  pasti l l es  en  or 
son t pressés  su r l a  carte  avec des  
p l ages  présoudées  et  chauffées  
pou r l i er l es  raccordements,  pu i s  
sous-rempl i s  pou r tra i temen t d e  
ren forcemen t mécan i que  

 

ESC5  Epoxy 
encapsu l ated  
sol der 
connecti on  5th ,   
5e  connexion  
de  soudure  
encapsu l ée  en  
époxy 

U ti l i ser un  adhési f 
thermodurci ssabl e  en  poud re  de  
soudure  m i xte ,  appuyer et  
chau ffer pou r re l i er l 'apparei l  à  l a  
carte.  Un  p l acage  en  or ou  une  
OSP  est  u ti l i sé  pou r l es  p l ages  de  
l a  carte.  

 

ESC Epoxy 
encapsu l ated  
sol der 
connecti on ,   
connexion  de  
soudure  
encapsu l ée  en  
époxy 

De  l a  rés i ne  thermodurcissable  
est  u ti l i sée  en tre  l es  pasti l l es  du  
LS I  et  l es  p l ages  présoudées  des  
cartes .  Appuyer et  chauffer pou r 
établ i r l ' i n terconnexion  é l ectri q ue.  

L i a i son  de  
compress ion  

 

NCF  (P)  Non  conducti ve  
fi lm  (paste),   
fi lm  non  
conducteu r 
(pâte)  

De  l a  rés i ne  thermodurci ssable  
est  u ti l i sée  en tre  l es  pasti l l es  en  
or d u  LS I  e t  l es  p l ages  de  cartes .  
Appuyer e t  chau ffer pou r é tabl i r 
l ' i n terconnexion  é l ectri que .  Un  
p l acage  en  or est  habi tuel l emen t 
u ti l i sé  pou r l es  p l ages  de  l a  carte .  

 

ACF  (P)  An i sotropic  
conducti ve  fi lm  
(paste),   
fi lm  conducteu r 
an i sotrope  
(pâte)  

De  l a  rés i ne  thermodu rci ssable  
mél angée  à  u ne  poud re  
conductri ce  est appl i quée  aux 
é l ectrodes  de  connexion ,  pu i s  
pressée  et  chau ffée  pou r obten i r 
u ne  connexion  é l ectri que.  Un  
p l acage  en  or est  habi tuel l emen t 
u ti l i sé  pou r l es  p l ages  de  l a  carte .  

Refusi on  

 

— Soudure  L i a i son  par soudure  de  refl ux.  I l  
est  n écessai re  de  nettoyer l e  fl ux 
u ti l i sé  d ans  l a  soudure  de  refl ux.  

Ultrasound  connection Underfi l lUltrasound  connection Underfi l l

Solder bump,  reflow soldering

Au bump,  reflow solderingAu bump,  reflow soldering

Resin  with  solder powderResin  with  solder powder

Au bump,  solder pre-coatAu bump,  solder pre-coat

Au bump pressed connectionAu bump pressed connection

Resin  with  conductive 

metal  powder

Resin  with  conductive 

metal  powder

Solder paste reflowSolder paste reflow
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Méthode  Diagramme schématique  Abrévi -
ation  

Nom  Expl ication  

Résine  

 

— Liai son  par 
rési ne  de  
soudu re  

U ti l i ser u n  adhési f en  poud re  de  
soudu re  m i xte  et  refl uer pou r 
re l i er l 'apparei l  à  l a  carte .  

 

— Liai son  
d 'adhési f 
conducteu r 

U ti l i ser u n  adhési f 
thermodurci ssabl e  conducteu r e t  
sol i d i fi er l a  rés i ne  après  l e  
mon tage  d 'un  apparei l  su r u ne  
carte  pou r atte i nd re  l a  
conducti vi té  é l ectri q ue  

 
Anglais  Français  

U l trasound  connecti on  Connexion  u l trason i que  

Underfi l l  Sous-rempl i ssage  

Sol der bump,  refl ow so l deri ng  Pasti l l e  en  cu i vre,  soudure  de  refl ux 

Au  bump,  refl ow sol deri ng  Pasti l l e  en  or,  soudure  de  refl ux 

Resin  wi th  sol der powder Rési ne  avec poud re  de  soudure  

Au  bump,  sol der pre-coat Pasti l l e  en  or,  présoudée  

Au  bump  pressed  connecti on  Pasti l l e  en  or,  connexion  compressée  

Resin  wi th  conducti ve  metal  powder Rési ne  avec poud re  méta l l i que  conductri ce  

Sol der paste  refl ow Refl ux de  pâte  d e  soudure  

Resin  wi th  sol der powder Rési ne  avec poud re  de  soudure  

Resin  wi th  conducti ve  powder Rési ne  avec poud re  conductri ce  

 

Resin  with  solder powderResin  with  solder powder

Resin  with  

conductive powder

Resin  with  

conductive powder
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6 Recommandation  pour l ' in tégration  des  apparei ls  

Les  cond i tions  d ' i n tégration  d 'apparei l s  son t données  dans  le  Tableau  5  et doiven t fa i re  l 'objet 
d 'un  accord  en tre  l 'u ti l i sateur et l e  fourn isseur quan t à  l eur usage  réel .  

Tableau  5  – Recommandation  d ' intégration  

Assemblage  Apparei l  Connexion  
Di rection  du  

terminal  
(vers  l a  face  
de  montage)  

Tai l l e  du  composant   

(L× l×h )  
mm  

max.   m i n .  

L
ia
is
o
n
 d

e
 p

la
g
e
 

L i a i son  de  
puce  

Puce  nue  
WB  Vers  l e  hau t  25×25×0, 5  0 , 25×0, 25×0, 1  

TAB  Vers  l e  hau t    

Mon tage  Puce  nue  FC  

US  Vers  l e  bas  1 0×1 0×0, 5  3 , 0×3, 0×0, 1  

C4  *4  Vers  l e  bas  

20×20×0, 5  1 , 0× 1 , 0×0, 1  

GBS  Vers  l e  bas  

ESC,  ESC5  Vers  l e  bas  

ACF(P)  Vers  l e  bas  

NCF(P)  Vers  l e  bas  

Au tres  Vers  l e  bas    

Mon tage  

WLP  
Refusi on  
L i a i son  par rés i ne   

Vers  l e  bas  24×24×6, 5  0 , 4×0 , 2×0 , 1 2  

Rectangu l a i re  Refusi on  
L i a i son  par rés i ne  

Vers  l e  bas  62×45  0 , 4×0, 2  

Ti ge  Refusi on  
L i a i son  par rés i ne  

―  62×45  1 6×08  

MEMS   
d u  modu l e  

Refusi on  Vers  l e  bas  24×24×6, 5  0 , 4×0 , 2×0, 1 2  

L
ia
is
o
n
 d

e
 tro

u
  

d
e
 lia

is
o
n
 

L i a i son  de  
puce  

Puce  nue  
P l acage  en  cu ivre  
Pâte  conductri ce   

Vers  l e  hau t  25×25×0, 5  0 , 25×0, 25×0, 1  

WLP  
P l acage  en  cu i vre  
Pâte  conductri ce  

Vers  l e  hau t  25×25×0, 5  0 , 25×0, 25×0, 1  

Mon tage  Rectangu l a i re  
P l acage  en  cu ivre  
Pâte  conductri ce  

Vers  l e  hau t  62×45  0 , 4×0, 2  

Les  recommandations  d 'assemblage  ci -dessous  son t  desti nées  à  servi r de  référence  au  com i té  en  charge  de  
l 'é l aborati on  de  l a  norme  pou r l e  substrat d ' i n tégrati on  de  l 'apparei l .  Les  résu l tats  de  l 'essai  do i ven t  ê tre  
con formes  à  ce  qu i  a  été  convenu  en tre  l e  fou rn i sseur et  l 'u ti l i sateu r.  

 

7  Spécification  de  conception  de  substrat avec apparei l (s)  i ntégré(s)  

7.1  Général i tés  

Généralement,  l e  terme  "conception"  revêt de  nombreux sens.  Afin  d 'évi ter tou t malen tendu  et 
tou te  confusion ,  i l  est  recommandé  d ' inclu re  l es  é léments  su ivan ts  dans  l es  spéci fications  de  
conception :  

a)  l a  conception  du  ci rcu i t;  

b)  l a  conception  de  l a  structure;  

c)  l a  conception  de  l a  carte  d ' i n tégration  de  l 'apparei l ;  

d )  l a  conception  du  moti f du  ci rcu i t.  
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7.2  Eléments  à  inclure  dans  la  spécification  de  la  conception  

7.2 .1  Ind ication  graphique  de  substrat  avec apparei l (s)  i ntégré(s)  

Les  poin ts  su ivan ts  doiven t être  considérés:  

a)  Les  i nd ications  de  l a  forme  externe  du  substrat avec apparei l (s)  i n tégré(s),  du  dessin  de  
conception  et des  données  CAO son t l es  su ivantes.  Un  dessin  en  perspective  de  l a  
su rface  supérieure  ou  i n férieure  est u ti l i sé.  I nd iquer s i  l e  dessin  est vu  du  hau t ou  du  bas.  

Exemple:  Un  dessin  en  perspective  supérieure  ou  en  perspective  i n férieure  est proposé  à  
l a  F igure  1 2 .  

I l  est recommandé  de  clari fier l a  posi tion  de  l a  couche  adéquate  dans  l e  dessin  de  section .  

 

 

Anglais  Français  

Perspecti ve  vi ew from  top  (L1 )  Vue  en  perspecti ve  d epu i s  l e  hau t  (L1 )  

Figure  1 2  – Dessin  supplémentaire  

b)  L iste  des  parties  du  substrat avec apparei l (s)  i n tégré(s)  et é léments  à  i nd iquer:  

1 )  nom  de  l 'apparei l ,  numéro de  l 'apparei l ,  nom  du  fabrican t;  

2 )  possibi l i té  d ' i n tégration  (s i  impossible,  i n tégration  dans  l e  substrat ou  montage  de  
su rface,  etc. ) ;  

3)  tableau  des  parties  du  substrat avec apparei l (s)  i n tégré(s)  et  sa  structure.  

c)  Organ isation  et  structu re  de  substrat avec apparei l (s)  i n tégré(s) :  

1 )  organ isation  en tière  et  structure  de  substrat avec apparei l (s)  i n tégré(s) ;  

2 )  nombre  de  couches  et types  des  cartes  de  ci rcu i t  é lectron ique;  

3)  épaisseur de  chaque  couche  conductrice  (feu i l l e  de  cu ivre  +  p l acage  de  cu ivre,  etc. ) ;  

4 )  d i stance  en tre  l es  couches  i solan tes  et  en tre  les  couches  conductrice  et i solan te;  

5)  posi tion  de  la  couche  où  l 'apparei l  doi t  être  i n tégré;  

6)  zones  in terd i tes  pour l e  câblage  sur chaque  couche  a insi  qu ' i l l ustrées  sur l a  F igure  1 3 ;   

7 )  épaisseur de  l a  couche  su r l es  apparei l s  i n tégrés.  

d )  Spéci fication  de  substrat avec apparei l (s)  i n tégré(s) :  

1 )  ta i l l e  et épaisseur du  substrat;  

2 )  tra i tement de  la  surface  où  l 'apparei l  n 'est pas  i n tégré  ( i n tégration  sur un  seu l  côté) ;  

3)  méthodes  d ' i n tégration  et de  connexion  à  l 'apparei l ;  

4 )  tra i tement de  surface  de  l a  surface  conductrice  (fl ux de  soudure,  p lacage  en  or,  etc. ) .  

e)  I n tégration :  

1 )  l i a ison  de  puce;  

2 )  méthodes  de  montage  et d ' i n terconnexion ;  

IEC 
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3)  tra i tement spécial :  

•  sous-rempl issage;  

•  mou le  de  résine;  

•  enrobage;  

•  au tres.  

 

Anglais  Français  

Embedd i ng  devi ce  i n  wi ri ng  l ayer I n tégrati on  de  l 'apparei l  d ans  l a  couche  de  câb lage  

Wi ri ng  forbi dden  area  Zone  de  câbl age  i n terd i t  

Top  su rface  Su rface  supérieu re  

Back su rface  Su rface  arri ère  

Acti ve  device  or I PD  Apparei l  acti f ou  I PD  

Figure  1 3  – Zone  interdi te  pour le  câblage  

f)  Spéci fication  de  l ' i n tégration  de  l 'apparei l :  

1 )  I n tégration  ( i n tégration  de  résine,  empi lage,  etc. ) ;  

2 )  Matériaux d ' i n tégration  (résine,  préimprégnation ,  etc. ) ;  

3)  Cond i tions  d ' i n tégration  (chauffage,  température,  pression ,  etc. ) ;  

4 )  Cond i tion  de  chargement mécan ique.  

Les  cond i tions  d ' i n tégration  doivent être  conformes  à  ce  qu i  a  été  convenu  en tre  l e  
fourn isseur et l 'u ti l i sateur.  

g )  Spéci fication  de  l a  conception  de  l a  carte  du  ci rcu i t  é lectron ique  (conception  du  moti f) .  

Le  principe  de  conception  de  l 'espace  conducteur,  du  d iamètre  de  trou  de  l ia ison ,  du  
d iamètre  de  terre  de  trou  de  l ia ison ,  etc.  est essentiel lement l e  même pour l e  PWB normal .  
Les  détai l s  des  spéci fi cations  de  conception  doiven t fa i re  l 'objet d 'un  accord  en tre  
l 'u ti l i sateur et  l e  fourn isseur.   

7.2.2  Modèle  de  spéci fications  de  conception  

Les  Tableau  6  à  Tableau  8 ,  montren t des  modèles  de  spéci fications  de  conception .  

Le  Tableau  6  est un  exemple  de  spéci fication  d 'un  substrat avec apparei l (s)  i n tégré(s).  

IEC 
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Tableau  6  – Spécification  de  substrat avec apparei l (s)  in tégré(s)  1  

 

Liste  des  apparei l s  i n tégrés  

N °  Apparei l  Nom  Numéro  de  
l 'apparei l  

Fabricant Fabricant Spéci fi cation  de  
l 'apparei l  

d ' i n tégration  

Remarques  

Doi t  Ou i  No
n  

Ou   

Cas  1  
I C  mémoi re  D-RAM  M IC-002  

TM-
DRAM02  

T  ○      

Cas  2  Condensateu r 
empi l é  

Puce  C  
CC-003  

CCK-
5V1 0  

M     ○   

Cas  3  
Condensateu r 
empi l é  

E l ectro-
l yte  C  DC-004  

DCK-
5V200  

P    ○   
Rési stance  
températu re  
basse  

Substrat  avec apparei l (s)  i n tég ré(s)  −  Constructi on  e t  s tructu re  

Numéro  
de  l a  
couche  

6  Base  4  

N °  

Couche  e t  son  épa i sseur 

Couche  
d ' i n tégr-
ati on  

Espac
e  
d i é l ect
ri que  

Espace  de  
couche  

Espace  
i n tég ré  à  
l 'apparei l  

Type  Couche  i n tég rée  

Couche  
d ' i n tég rati on  

L2、 L5  

Couche  

Conducteu r 

µm  

Nom  
t  

µm  

No
m  

t  

µm  
Nom  

t  

µm  
Constructi on  e t  s tructu re  

Feu i l l e  
de  
cu i vre  

P l aca
ge  
cu i vr
e  

 

NOTE  Les  agrand i ssements  son t 
d i fféren ts  pou r l es  d i recti ons  
verti ca le  et  hori zon ta l e.  

1  L1  1 2  20  －  
－  －  －  －  －  －  

DG1  1 38  
LG
1  

1 0
0  

EG1 1  40  

2  L2  1 8  20  ○  

DG2  73  
LG
2  

40  －  －  

3  L3  1 8  1 5  －  

DG3  80  
LG
3  

80  －  －  

4  L4  1 8  1 5  －  

DG4  73  
LG
4  

40  EG41  40  

5  L5  1 8  20  ○  

DG-5  1 38  
LG
5  

1 0
0  

EG61  40  

6  L6  1 2  20  －  
－  －  －  －  －  －  

Epa i sseu r d u  substrat  (excl u re  l e  vern i s-
épargne)  (mm)  

0 , 57      

 

Le  Tableau  7  et l e  Tableau  8  son t des  exemples  de  spéci fications  d 'un  substrat avec 
apparei l (s)  i n tégré(s) .  
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Tableau  7  – Spécification  de  substrat  avec apparei l (s)  in tégré(s)  2  

Spéci fi cati on  de  substrat  avec apparei l (s)  i n tégré(s)  

P l acemen t d e  l 'apparei l  i n tég ré  et  cond i ti on  N *  E l émen t Spéci fi cati on  

 1  Substrat  
d ' i n tégrati on  
d e  l 'apparei l  

Couches  4  couches  

Ta i l l e  l:  250  mm  ×  L :  320  mm  

Epais-
seu r 

t  =  0 , 2  mm  

2  Su rface  d ' i n tégrati on  Côté  double/un i que  

3  Tra i temen t de  l a  su rface  
arri ère  d ans  une  
i n tégrati on  à  côté  u n i que  

□  avec formation  de  moti f  

□  sans  formation  de  moti f  

4  Méthode  d ' i n tégrati on  □  F i xati on  de  puce  

□  Mon tage  

□  Au tres  

5  I n terconnexion  □  Connexion  de  trou  de  
l i a i son  (p l acage  en  cu i vre)  

□  P l acage  en  cu i vre  

□  Pâte  conductri ce   

□  Au tres  

□  Connexion  de  p l age  

□  P l acage  cu i vre  

□  Pâte  conductri ce  

□  Au tres  

□  Au tres  

6  Masque  de  soudure  □  Ou i  □  Non  

7  Tra i temen t de  su rface  □  F l ux  

□  Tra i temen t an ti -rou i l l e  

□  Autre  

8  Trou  de  référence  □  Ou i  □  Non  

9  Marque  fi duci a i re  □  Ou i  □  Non  

1 0  Courbure  après  
i n tégrati on  (%)  

±0, 5  

1 1  Au tres   

 

Trou  fi duci a i re  

Marque  fi duci a i re  
de  l a  feu i l l e  

Marque  fi duci a i re  de  
chaque   

Spéci fi cati on  de  
chaque  secti on  

Zone  i n terd i te  
pou r l 'assemblage  
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Tableau  8  – Spécification  de  substrat avec apparei l (s)  in tégré(s)  3  

Spéci fi cati on  de  substrat  avec apparei l (s)  i n tégré(s)  

Constructi on  de  l ' i n tégrati on  d 'appare i l  e t  cond i ti on  N *  E l émen t Spéci fi cati on  

1  S tructu re  

 

 

 

2  S tructu re  de  substrat avec apparei l (s)  i n tégré(s)  

 

 

Le  coupage  de  l a  secti on  i n tégrée  peu t  être  d i fféren t 
en  foncti on  de  l a  méthode  d ' i n tég rati on  et  doi t  fa i re  
l 'obj et  d 'un  accord  en tre  l ' u ti l i sateu r et  l e  fou rn i sseur.  

1  Assemblage  □  F i xati on  de  puce  

□  Adhés i fs  

□  Au tres  

□  Mon tage  

□  Soudure  

□  Pâte  conductri ce  

□  Au tres  

□  Tra i temen t spécia l  

□  Sous-rempl i ssage  

□  Mou le  d e  rés i ne  

□  En robage  

□  Au tres  

2  Méthode  d ' i n tégrati on  □  Empi l age  

□  L i a i son  de  rés i ne  

□  L i a i son  

□  Au tres  

3  Matéri aux 
d ' i n tégrati on  

□  Pré imprégnati on  
d 'époxy de  verre  

□  Rési ne  d 'époxy  

□  Rési ne  de  pol yim ide  

□  Pré imprégnati on  de  
pol yim ide  

□  Au tres  

4  Tra i temen t avan t  
i n tégrati on  

□  Nettoyage  du  fl ux  

□  Nettoyage  généra l  

□  Cu i sson  

□  Au tres  

5  Cond i ti on  
d ' i n tégrati on  

Températu re  (≤1 60  °C)  

Pressi on  (≤  3  MPa  à  
4  MPa)  

6  Con trai n te  mécan i que  Ainsi  q ue  convenu  en tre  
l ' u ti l i sateu r et  l e  
fou rn i sseur 

7  Véri fi cati on  d e  
l 'apparei l  i n tég ré  

Ainsi  q ue  convenu  en tre  
l ' u ti l i sateu r et  l e  
fou rn i sseur 

8  Au tres   

 

Anglais  Français  

Die  bond i ng  F i xati on  d e  puce  

Moun ti ng  Mon tage  

Adhes ion  Adhés ion  

I n terconnecti on  I n terconnexion  

Devi ce  embedded  secti on  Secti on  avec apparei l (s)  i n tégré(s)  

Devi ce  embedd i ng  l ayer Couche  d ’ i n tégrati on  d e  l ’ appare i l  

Devi ce  embedd i ng  substrate  Substrat  d ’ i n tégrati on  de  l ’ apparei l  

I l  convient que  les  propriétés  de  la  surface  supérieure  et  i n férieure  après  l ' i n tégration ,  
l 'épargne  de  soudure,  l e  tra i tement de  surface,  etc. ,  soien t conformes  à  l a  spéci fication  
générale  des  cartes  de  ci rcu i ts  é lectron iques.  

IEC  

■  Tra i temen t spécia l  

Ren forcement 
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